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(57)【要約】
　本発明は、表示装置において、補償用データ（駆動ト
ランジスタの特性のばらつき等を補償するために用いら
れるデータ）の保存に必要なメモリ容量を従来よりも低
減可能とすることを目的とする。
　酸化物ＴＦＴを駆動トランジスタに用いた有機ＥＬ表
示装置において、駆動トランジスタの駆動電流のデータ
である画素電流データ（Ｉ）から低周波成分データ（Ｉ
Ｌ）を抽出するローパスフィルタ（４２１）と、画素電
流データ（Ｉ）と低周波成分データ（ＩＬ）との差分を
求めることによって高周波成分データ（ＩＨ）を得るた
めの第１演算部（４２２）と、所定のサンプリング間隔
で低周波成分データ（ＩＬ）からデータを抽出するダウ
ンサンプリング部（４２６）と、高周波成分データ（Ｉ
Ｈ）のうち高振幅のデータのみを抽出する高周波信号圧
縮処理部（４２７）とが設けられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置であ
って、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われることを特徴とする、表示装置。
【請求項２】
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと
を有することを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記高周波成分除去フィルタを通過した前記低周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記高周波成分データを求める高周波成分演算部と
を有することを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと、
　　前記低周波成分除去フィルタを通過した前記高周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記低周波成分データを求める低周波成分演算部と
を有することを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記低周波成分データを構成するデータ群の中か
ら前記記憶部への保存対象とするデータを所定数の画素回路毎に抽出することを特徴とす
る、請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記記憶部の容量を考慮して求められる目標とす
る圧縮率が得られるように、前記低周波成分データを構成するデータ群の中から前記記憶
部への保存対象とするデータを抽出する際の抽出間隔を算出することを特徴とする、請求
項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
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振幅データおよび前記高振幅データのうち前記高振幅データのみを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記所定幅の振幅の上限値および下限値を基準に
して前記高振幅データの再定義を行い、再定義後の高振幅データを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
にデータの圧縮を行い、
　前記高振幅データの再定義が行われる際の基準となる振幅の上限値および下限値は、各
行の画素回路に対応する高周波成分データの圧縮が行われる際に、既にデータの圧縮が行
われている行についての圧縮後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められるこ
とを特徴とする、請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データについては比較的粗く量子化を行い、前記高振幅データについては比較的細か
く量子化を行い、量子化によって得られたデータを前記記憶部に保存することを特徴とす
る、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データに対して再量子化を行い、
再量子化によって得られたデータに対してハフマン符号化を行うことによって、前記高周
波成分データを圧縮することを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
に再量子化およびハフマン符号化を行い、
　再量子化が行われる前に、再量子化対象の高周波成分データの値にパラメータ値を乗ず
る処理が行われ、
　前記パラメータ値は、各行の画素回路に対応する高周波成分データに対して再量子化が
行われる際に、既に再量子化およびハフマン符号化が行われている行についてのハフマン
符号化後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められることを特徴とする、請求
項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記高周波成分データ圧縮処理部および前記低周波成分データ圧縮処理部の少なくとも
一方は、再量子化を行うことによってデータを圧縮することを特徴とする、請求項１に記
載の表示装置。
【請求項１４】
　各画素回路に対応する階調値を示す階調信号を受け取り、前記駆動トランジスタの駆動
に供される駆動用階調信号を前記階調信号の階調値を補正することによって生成する階調
値補正部を更に備え、
　前記電流測定部は、各画素回路につき少なくとも２つの階調値に対応する駆動電流を測
定し、
　前記階調値補正部は、
　　前記電流測定部から出力される、各画素回路についての前記少なくとも２つの階調値
に対応する電流データに基づいて、各画素回路における駆動電流の測定時点の電流電圧特
性である測定電流電圧特性を求める第１の特性算出部と、
　　各画素回路における目標とする電流電圧特性である目標電流電圧特性を、当該画素回
路を含む複数の画素回路についての前記少なくとも２つの階調値に対応する電流データに
基づいて求める第２の特性算出部と、
　　前記目標電流電圧特性から求められる、前記階調信号の階調値に対応する電流値と、
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前記測定電流電圧特性から求められる、前記駆動用階調信号の階調値に対応する電流値と
が等しくなるように、前記駆動用階調信号の階調値を求める駆動用階調値算出部と
を有することを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記第１の特性算出部は、前記測定電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換し、
　前記第２の特性算出部は、前記目標電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換することを特徴とする、請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記酸化物半導体は、インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および
酸素（О）を主成分とする酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする、請求項
１に記載の表示装置。
【請求項１７】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置にお
けるデータ処理方法であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定ステップと、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離ス
テップと、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の高周波成分データと前記低周波
成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の低周波成分データとを所定の記憶部に保存す
る保存ステップと
を含み、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップと前記低周波成分データ圧縮処理ステップとで
は異なる手法でデータの圧縮が行われることを特徴とする、データ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、より詳細には、有機発光ダイオード（Organic Light Emitti
ng Diode：ＯＬＥＤ）などの電気光学素子を表示素子とする表示装置およびその表示装置
におけるデータ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示装置が備える表示素子としては、印加される電圧によって輝度が制御される
電気光学素子と流れる電流によって輝度が制御される電気光学素子とがある。印加される
電圧によって輝度が制御される電気光学素子の代表例としては液晶表示素子が挙げられる
。一方、流れる電流によって輝度が制御される電気光学素子の代表例としてはＯＬＥＤが
挙げられる。ＯＬＥＤは、有機エレクトロルミネッセンス（Electro Luminescence：ＥＬ
）素子とも呼ばれる。自発光型の電気光学素子であるＯＬＥＤを使用した有機ＥＬ表示装
置は、バックライトおよびカラーフィルタなどを要する液晶表示装置に比べて、容易に薄
型化・低消費電力化・高輝度化などを図ることができる。従って、近年積極的に有機ＥＬ
表示装置の開発が進められている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置の駆動方式としては、パッシブマトリクス方式（単純マトリクス方式
とも呼ばれる。）およびアクティブマトリクス方式の２種類がある。パッシブマトリクス
方式を採用した有機ＥＬ表示装置（以下「パッシブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置」と
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いう。）は、構造は単純であるものの、大型化および高精細化が困難である。これに対し
て、アクティブマトリクス方式を採用した有機ＥＬ表示装置（以下「アクティブマトリク
ス型の有機ＥＬ表示装置」という。）は、パッシブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置に比
べて大型化および高精細化を容易に実現できる。
【０００４】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置は、マトリクス状に配置された複数の画素
回路を含んでいる。また、アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置の画素回路は、典
型的には、画素を選択する入力トランジスタと、ＯＬＥＤへの電流の供給を制御する駆動
トランジスタとを含んでいる。以下では、駆動トランジスタからＯＬＥＤに流れる電流の
ことを「駆動電流」という場合がある。
【０００５】
　ところで、駆動トランジスタとしては、典型的には薄膜トランジスタ（Thin Film Tran
sistor：ＴＦＴ）が使用されている。しかしながら駆動トランジスタに関しては、その特
性にばらつきが生じやすい。駆動トランジスタの特性のばらつきは、輝度のばらつきの要
因となる。例えば、全ての画素に同じ階調信号（階調電圧）を与えても、画素毎に異なる
輝度が現れる。なお、ここでいう「駆動トランジスタの特性」とは、例えば駆動トランジ
スタの閾値電圧および移動度などである。
【０００６】
　また、ＯＬＥＤは、発光時間が長くなるにつれて劣化が進行し、結果として発光輝度が
当初よりも低下することが知られている。すなわち、ＯＬＥＤの劣化が進行すると、当初
と同じ駆動電流を流しても所望の発光輝度まで到達しない。以下では、ＯＬＥＤの発光時
間が長くなるにつれて進行する劣化のことを「経時劣化」という。また、例えば、ある画
素においてＯＬＥＤの経時劣化が周囲の画素よりも進行すると、それらの画素間での輝度
差が視認される。このような現象は「焼き付き」と呼ばれている。
【０００７】
　なお、本件発明に関連して、以下の先行技術文献が知られている。日本の特開２００１
－１７５２２１号公報，日本の特開２００７－２８６２９５号公報，および日本の特開２
００６－２８４９７１号公報には、表示装置における焼き付きの発生を抑制する技術が開
示されている。具体的には、日本の特開２００１－１７５２２１号公報に記載の表示装置
では、画素の発光輝度を焼き付きを起こした画素の発光輝度と同じレベルに低下させる処
理（劣化した画素の発光輝度に応じて、その他の画素の発光輝度を調整する）処理を行う
ことによって、焼き付きを目立たなくしている。日本の特開２００７－２８６２９５号公
報に記載の表示装置では、所定のユーザーイベントを検出する毎に高輝度表示画面（全白
画面）を表示することによって、表示画面内で発光輝度差が生じることが抑制されている
。日本の特開２００６－２８４９７１号公報には、各画素の劣化量に基づいて各画素に対
応する補正量を決定する補正量決定部と、補正量の分布のばらつき度合いを示す情報を算
出するばらつき判定部と、補正量の分布のばらつきが大きいほど効果的に階調差を圧縮す
るようにしたガンマカーブを参照して入力階調値を出力階調値に変換する階調変換部とを
備えた焼き付き補正装置が開示されている。
【０００８】
　また、日本の特開２００６－１９５３１３号には、焼き付き情報の保存に必要なメモリ
容量を低減させる技術が開示されている。日本の特開２０１２－１４１６２６号公報には
、表示装置における輝度むらの発生を抑制する技術が開示されている。日本の特開２００
７－２７９２９０号公報には、輝度のばらつきを抑制するための補正データの保存に必要
なメモリ容量を低減する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】日本の特開２００１－１７５２２１号公報
【特許文献２】日本の特開２００７－２８６２９５号公報
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【特許文献３】日本の特開２００６－２８４９７１号公報
【特許文献４】日本の特開２００６－１９５３１３号公報
【特許文献５】日本の特開２０１２－１４１６２６号公報
【特許文献６】日本の特開２００７－２７９２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、「駆動トランジスタの特性のばらつきやＯＬＥＤの経時劣化」に起因する「
焼き付きや輝度のばらつきの発生」を抑制するために、（駆動トランジスタやＯＬＥＤの
）特性変化に応じたデータを用いて階調信号を補正することも提案されている。詳しくは
、画素毎の電流を測定することによって得られるデータ（測定データ）に基づいて画素毎
に階調信号を補正することが提案されている。なお、測定データは駆動トランジスタの特
性のばらつきやＯＬＥＤの経時劣化を補償するために用いられるので、このような測定デ
ータのことを以下「補償用データ」ともいう。しかしながら、パネルの大型化や高解像度
化が進むにつれて、補償用データのデータ量が増大するので、補償用データの保存に必要
なメモリ容量が増大する。メモリ容量の増大は、コスト増の要因となる。
【００１１】
　そこで、本発明は、表示装置において、補償用データ（駆動トランジスタの特性のばら
つき等を補償するために用いられるデータ）の保存に必要なメモリ容量を従来よりも低減
可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素
子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素
回路を含む表示装置であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第２の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと
を有することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第３の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
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　　前記高周波成分除去フィルタを通過した前記低周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記高周波成分データを求める高周波成分演算部と
を有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第４の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと、
　　前記低周波成分除去フィルタを通過した前記高周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記低周波成分データを求める低周波成分演算部と
を有することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第５の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記低周波成分データを構成するデータ群の中か
ら前記記憶部への保存対象とするデータを所定数の画素回路毎に抽出することを特徴とす
る。
【００１７】
　本発明の第６の局面は、本発明の第５の局面において、
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記記憶部の容量を考慮して求められる目標とす
る圧縮率が得られるように、前記低周波成分データを構成するデータ群の中から前記記憶
部への保存対象とするデータを抽出する際の抽出間隔を算出することを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第７の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データおよび前記高振幅データのうち前記高振幅データのみを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の第８の局面は、本発明の第７の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記所定幅の振幅の上限値および下限値を基準に
して前記高振幅データの再定義を行い、再定義後の高振幅データを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の第９の局面は、本発明の第８の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
にデータの圧縮を行い、
　前記高振幅データの再定義が行われる際の基準となる振幅の上限値および下限値は、各
行の画素回路に対応する高周波成分データの圧縮が行われる際に、既にデータの圧縮が行
われている行についての圧縮後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められるこ
とを特徴とする。
【００２１】
　本発明の第１０の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データについては比較的粗く量子化を行い、前記高振幅データについては比較的細か
く量子化を行い、量子化によって得られたデータを前記記憶部に保存することを特徴とす
る。
【００２２】
　本発明の第１１の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データに対して再量子化を行い、
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再量子化によって得られたデータに対してハフマン符号化を行うことによって、前記高周
波成分データを圧縮することを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第１２の局面は、本発明の第１１の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
に再量子化およびハフマン符号化を行い、
　再量子化が行われる前に、再量子化対象の高周波成分データの値にパラメータ値を乗ず
る処理が行われ、
　前記パラメータ値は、各行の画素回路に対応する高周波成分データに対して再量子化が
行われる際に、既に再量子化およびハフマン符号化が行われている行についてのハフマン
符号化後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の第１３の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部および前記低周波成分データ圧縮処理部の少なくとも
一方は、再量子化を行うことによってデータを圧縮することを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第１４の局面は、本発明の第１の局面において、
　各画素回路に対応する階調値を示す階調信号を受け取り、前記駆動トランジスタの駆動
に供される駆動用階調信号を前記階調信号の階調値を補正することによって生成する階調
値補正部を更に備え、
　前記電流測定部は、各画素回路につき少なくとも２つの階調値に対応する駆動電流を測
定し、
　前記階調値補正部は、
　　前記電流測定部から出力される、各画素回路についての前記少なくとも２つの階調値
に対応する電流データに基づいて、各画素回路における駆動電流の測定時点の電流電圧特
性である測定電流電圧特性を求める第１の特性算出部と、
　　各画素回路における目標とする電流電圧特性である目標電流電圧特性を、当該画素回
路を含む複数の画素回路についての前記少なくとも２つの階調値に対応する電流データに
基づいて求める第２の特性算出部と、
　　前記目標電流電圧特性から求められる、前記階調信号の階調値に対応する電流値と、
前記測定電流電圧特性から求められる、前記駆動用階調信号の階調値に対応する電流値と
が等しくなるように、前記駆動用階調信号の階調値を求める駆動用階調値算出部と
を有することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第１５の局面は、本発明の第１４の局面において、
　前記第１の特性算出部は、前記測定電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換し、
　前記第２の特性算出部は、前記目標電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換することを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第１６の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記酸化物半導体は、インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および
酸素（О）を主成分とする酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第１７の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学
素子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャ
ネル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画
素回路を含む表示装置におけるデータ処理方法であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定ステップと、
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　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離ス
テップと、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の高周波成分データと前記低周波
成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の低周波成分データとを所定の記憶部に保存す
る保存ステップと
を含み、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップと前記低周波成分データ圧縮処理ステップとで
は異なる手法でデータの圧縮が行われることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の第１の局面によれば、電流によって輝度が制御される電気光学素子を表示素子
として採用している表示装置（典型的には有機ＥＬ表示装置）において、「駆動トランジ
スタの特性のばらつきや電気光学素子の経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のばらつ
きの発生」を抑制するために取得される補償用データとしての電流データは、以下のよう
に処理される。まず、電流データは、高周波成分データと低周波成分データとに分離され
る。そして、高周波成分データおよび低周波成分データについて、それぞれ異なる手法で
データの圧縮が行われる。ここで、駆動トランジスタには、酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタ（酸化物トランジスタ）が採用されている。酸化物トラン
ジスタは特性のばらつきが小さいところ、本発明によれば、そのことを考慮して高周波成
分データのデータ量と低周波成分データのデータ量とを削減することができる。以上より
、補償用データとしての電流データを記憶部に保存する際に、酸化物半導体の特性を考慮
した圧縮処理を行うことが可能となる。このため、復号後のデータに基づく画像表示の際
に表示不良を引き起こすことなく、保存すべき電流データのデータ量を効果的に低減する
ことができる。これにより、酸化物トランジスタを用いた有機ＥＬ表示装置等の表示装置
において、補償用データ（電流データ）を格納するための記憶部（メモリ）の容量を効果
的に低減することが可能となる。
【００３０】
　本発明の第２の局面によれば、高周波成分除去フィルタと低周波成分除去フィルタとを
備えた構成において、本発明の第１の局面と同様の効果が得られる。
【００３１】
　本発明の第３の局面によれば、高周波成分除去フィルタを備えた構成において、本発明
の第１の局面と同様の効果が得られる。
【００３２】
　本発明の第４の局面によれば、低周波成分除去フィルタを備えた構成において、本発明
の第１の局面と同様の効果が得られる。
【００３３】
　本発明の第５の局面によれば、低周波成分データについては、サンプリングによるデー
タの抽出が行われる。このため、低周波成分データのデータ量や記憶部の容量を考慮しつ
つサンプリング間隔を適宜に設定することにより、補償用データを格納するための記憶部
の容量をより効果的に低減することが可能となる。
【００３４】
　本発明の第６の局面によれば、記憶部の容量を考慮して、サンプリング間隔が決定され
る。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時間の経過とともに変化する場合にも、
圧縮後のデータを確実に記憶部に保存することが可能となる。
【００３５】
　本発明の第７の局面によれば、高周波成分データのうちの低振幅データは記憶部への保
存対象とはならない。このため、記憶部に保存すべき補償用データのデータ量が効果的に
低減される。これにより、補償用データを格納するための記憶部の容量をより効果的に低
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減することが可能となる。
【００３６】
　本発明の第８の局面によれば、高周波成分データのうちの高振幅データは、データ量が
小さくなるように再定義された後に記憶部に保存される。このため、補償用データを格納
するための記憶部の容量をより効果的に低減することが可能となる。
【００３７】
　本発明の第９の局面によれば、記憶部の容量を考慮して、高振幅データと低振幅データ
の境界の振幅値が決定される。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時間の経過と
ともに変化する場合にも、圧縮後のデータを確実に記憶部に保存することが可能となる。
【００３８】
　本発明の第１０の局面によれば、酸化物トランジスタの特性を考慮して高周波成分デー
タのデータ量が削減されるので、記憶部に保存すべき補償用データのデータ量が効果的に
低減される。これにより、補償用データを格納するための記憶部の容量をより効果的に低
減することが可能となる。
【００３９】
　本発明の第１１の局面によれば、記憶部に保存すべき高周波成分データのデータ量が効
果的に低減される。
【００４０】
　本発明の第１２の局面によれば、記憶部の容量を考慮して、高周波成分データの圧縮が
行われる際のパラメータ値が決定される。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時
間の経過とともに変化する場合にも、圧縮後のデータを確実に記憶部に保存することが可
能となる。
【００４１】
　本発明の第１３の局面によれば、記憶部に保存すべき高周波成分データのデータ量およ
び記憶部に保存すべき高周波成分データのデータ量の少なくとも一方が効果的に低減され
る。
【００４２】
　本発明の第１４の局面によれば、各画素回路の電流電圧特性に基づいて、階調値の補正
が行われる。このため、本発明の第１の局面の効果を達成しつつ、駆動トランジスタの特
性のばらつきや電気光学素子の経時劣化に起因する焼き付きや輝度のばらつきの発生が抑
制される。
【００４３】
　本発明の第１５の局面によれば、階調値を補正する処理の際に、電流電圧特性を表す関
数として線形の関数が用いられる。このため、階調値を補正する回路の実現が容易となる
。
【００４４】
　本発明の第１６の局面によれば、トランジスタのチャネル層を形成する酸化物半導体と
して酸化インジウムガリウム亜鉛を用いることにより、本発明の第１の局面の効果を確実
に達成することができる。また、従来よりも高精細化や低消費電力化を図ることが可能と
なる。
【００４５】
　本発明の第１７の局面によれば、本発明の第１の局面と同様の効果を表示装置のデータ
処理方法において奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置にお
ける画素電流データの圧縮および復号について説明するためのブロック図である。
【図２】上記第１実施形態に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置の全体構成
を示すブロック図である。
【図３】上記第１実施形態において、図２に示す表示部の構成を説明するためのブロック
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図である。
【図４】上記第１実施形態において、ソースドライバの詳しい構成を示すブロック図であ
る。
【図５】上記第１実施形態において、画素回路および駆動電流の測定のための構成要素（
ソースドライバの一部の構成要素）を示す回路図である。
【図６】上記第１実施形態において、画素回路およびソースドライバの一部の構成要素の
通常の表示期間における動作について説明するためのタイミングチャートである。
【図７】上記第１実施形態において、画素回路およびソースドライバの一部の構成要素の
電流値測定期間における動作について説明するためのタイミングチャートである。
【図８】上記第１実施形態において、階調信号補正回路の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図９】画素電流データ圧縮・復号部の構成の変形例を示すブロック図である。
【図１０】画素電流データ圧縮・復号部の構成の変形例を示すブロック図である。
【図１１】画素電流データの例を示す図である。
【図１２】画素電流データの全体でのヒストグラムを示す図である。
【図１３】１～５１２列目の画素電流データの低周波成分を示す図である。
【図１４】低周波成分の全体でのヒストグラムを示す図である。
【図１５】１～５１２列目の画素電流データの高周波成分を示す図である。
【図１６】高周波成分の全体でのヒストグラムを示す図である。
【図１７】ＩＧＺＯ－ＴＦＴを採用する表示装置における輝度のばらつきおよびＬＴＰＳ
－ＴＦＴを採用する表示装置における輝度のばらつきを示す図である。
【図１８】上記第１実施形態において、高周波成分データの圧縮について説明するための
図である。
【図１９】画素電流データ圧縮・復号部の構成の変形例を示すブロック図である。
【図２０】画素電流データ圧縮・復号部の構成の変形例を示すブロック図である。
【図２１】上記第１実施形態において、階調値の補正方法について説明するための図であ
る。
【図２２】上記第１実施形態において、階調値の補正方法について説明するための図であ
る。
【図２３】上記第１実施形態において、階調値補正部の機能構成を示すブロック図である
。
【図２４】高周波成分データを圧縮する際の不感帯の幅および低周波成分データを圧縮す
る際のサンプリング間隔を様々な値に変えて圧縮処理を行った比較結果を示す図である。
【図２５】第１の高周波成分記録方法と第２の高周波成分記録方法とを比較するための図
である。
【図２６】第１の高周波成分記録方法と第２の高周波成分記録方法とを比較するための図
である。
【図２７】本発明の第３の実施形態において、高周波成分データの再量子化について説明
するための図である。
【図２８】本発明の第３の実施形態において、Ｈｕｆｆｍａｎ符号化テーブルの一例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　＜０．はじめに＞
　本発明の実施形態について説明する前に、データ圧縮に関する一般的な事項などについ
て説明する。従来より、目的や用途に応じて様々なデータ圧縮手法が提案されている。表
示装置に内蔵されたメモリに圧縮データ（元のデータに対して圧縮処理が施された後のデ
ータ）の保存が行われる場合、圧縮データのデータ量が所定容量以下となるような圧縮方
法が採用されなければならない。この理由は、圧縮データがメモリに格納されないことに
起因するデータ破損を防ぐため、および、そのようなデータ破損を回避すべくメモリ容量
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に余裕を持たせることに起因するコスト増を防ぐためである。
【００４８】
　圧縮手法には、圧縮すべき入力データが与えられると圧縮後のデータ容量がほぼ一意に
決定されるものがある。そのような圧縮手法の代表的なものとして、Ｈｕｆｆｍａｎ符号
による圧縮が挙げられる。Ｈｕｆｆｍａｎ符号による圧縮によれば、入力データの情報量
が圧縮データのデータ量となる。従って、所定容量を超える情報量を持つ入力データが与
えられると、圧縮データはメモリに正常に格納されず、データ破損が生じる。
【００４９】
　圧縮データのデータ量を所定容量以下にする手法として、非可逆圧縮が挙げられる。非
可逆圧縮は、圧縮データのデータ量を所定容量以下にするためにある程度のデータ劣化（
圧縮による誤差）が許容される場合に採用される。非可逆圧縮は、例えば、動画像の圧縮
に用いられている。
【００５０】
　圧縮データのデータ量の制御は、圧縮処理に用いられる圧縮パラメータを調整すること
で行われる。例えば、「圧縮パラメータを小さな値にすると圧縮率が高くなり、圧縮パラ
メータを大きな値にすると圧縮率が低くなる。」ということを利用して、圧縮データのデ
ータ量が目標とする値以下に抑えられる。このように、単位当たりの容量（ビットレート
）は変化しつつも、平均的には或る一定の圧縮率にすることで、圧縮データのデータ量を
所定容量以下にする手法は「Ａｖｅｒａｇｅ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ（ＡＢＲ）手法」と呼ば
れている。なお、本明細書においては「（圧縮後のデータ容量／圧縮前のデータ容量）×
１００」のことを「圧縮率」という。また、「圧縮率が高くなる」とは、圧縮率の数値が
小さくなることを意味し、「圧縮率が低くなる」とは、圧縮率の数値が大きくなることを
意味する。
【００５１】
　圧縮パラメータの制御手法には、シングルパス手法とマルチパス手法とがある。シング
ルパス手法は、圧縮を行いつつ圧縮パラメータを変動させる手法である。シングルパス手
法においては、圧縮処理の途中の或るタイミングで、圧縮すべき残りのデータのデータ量
と圧縮データを保存するメモリの空き容量との関係に基づいて、圧縮処理を進める過程で
圧縮パラメータをどのように変動させるのかの決定が行われる。すなわち、現在の圧縮率
を維持した場合にメモリ容量が不足すると判断されれば、今後の圧縮で用いられる圧縮パ
ラメータは、圧縮率が高くなるように調整される。これに対して、現在の圧縮率を維持し
た場合にメモリ容量が余ると判断されれば、今後の圧縮で用いられる圧縮パラメータは、
圧縮率が低くなるように調整される。
【００５２】
　マルチパス手法は、圧縮パラメータを決定する段階と実際に圧縮する段階とを分ける手
法である。マルチパス手法においては、まず、一時的に定められた圧縮パラメータを用い
た圧縮が行われる。そして、圧縮されたデータの圧縮率が所望の圧縮率よりも低ければ圧
縮率が高くなるように圧縮パラメータが調整され、圧縮されたデータの圧縮率が所望の圧
縮率よりも高ければ圧縮率が低くなるように圧縮パラメータが調整される。その後、更新
された圧縮パラメータを用いてデータを圧縮することによって、所望の圧縮率が実現され
る。なお、圧縮率を決定する段階の繰り返し回数が多いほど、所望の圧縮率に近い圧縮が
行われる。その繰り返し回数に応じて、マルチパス手法は「２パス手法」，「３パス手法
」などと呼ばれる。
【００５３】
　シングルパス手法によれば、その実装は容易であるが、所望の圧縮率に近付けることが
比較的難しくなる。マルチパス手法によれば、所望の圧縮率を得ることは比較的容易であ
るが、その実装が困難である。なお、以下においては、説明を簡易なものにするため、シ
ングルパス手法を例に挙げて説明する。但し、本発明はシングルパス手法に限定されるも
のではない。
【００５４】
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　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
【００５５】
　＜１．第１の実施形態＞
　＜１．１　全体構成＞
　図２は、本発明の第１の実施形態に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置１
の全体構成を示すブロック図である。この有機ＥＬ表示装置１は、タイミングコントロー
ラ１０，ソースドライバ２０，ゲートドライバ３０，階調信号補正回路４０，および表示
部５０を含んでいる。ソースドライバ２０には、データ電圧供給部２１と電流測定部２２
とが含まれている。なお、ソースドライバ２０およびゲートドライバ３０のいずれか一方
または双方が表示部５０と一体的に形成された構成であっても良い。表示部５０には、電
気光学素子であるＯＬＥＤ５２を含む複数の画素回路５１が形成されている。画素回路５
１の詳しい構成については後述する。なお、図２には１つの画素回路５１のみを示してい
る。
【００５６】
　図３は、図２に示す表示部５０の構成を説明するためのブロック図である。表示部５０
には、ｍ本のデータ線ＤＡ１～ＤＡｍおよびこれらに直交するｎ本の走査線ＤＭ１～ＤＭ
ｎが配設されている。表示部５０には、また、ｍ本のデータ線ＤＡ１～ＤＡｍとｎ本の走
査線ＤＭ１～ＤＭｎとの交差点に対応してｍ×ｎ個の画素回路５１が設けられている。な
お、以下では、データ線ＤＡ１～ＤＡｍを互いに区別する必要がない場合にはこれらを単
に符号ＤＡで表し、ｎ本の走査線ＤＭ１～ＤＭｎを互いに区別する必要がない場合にはこ
れらを単に符号ＤＭで表す。各画素回路５１は、赤色のサブ画素（Ｒサブ画素）、緑色の
サブ画素（Ｇサブ画素）、および青色のサブ画素（Ｂサブ画素）のいずれかを形成する。
行方向（図３における左右方向）に並んだ画素回路５１は、例えば左から順にＲサブ画素
，Ｇサブ画素，およびＢサブ画素を形成する。なお、サブ画素の種類は、赤色，緑色，お
よび青色に限定されるものではなく、シアン，マゼンタ，および黄色などでも良い。
【００５７】
　また、表示部５０には、ハイレベル電源電圧ＥＬＶＤＤを供給する電源線（以下「ハイ
レベル電源線」という。），ローレベル電源電圧ＥＬＶＳＳを供給する電源線（以下「ロ
ーレベル電源線」という。），および参照電圧Ｖｒｅｆを供給する線（以下「参照電圧線
」という。）が配設されている。ハイレベル電源電圧ＥＬＶＤＤ，ローレベル電源電圧Ｅ
ＬＶＳＳ，および参照電圧Ｖｒｅｆは一定の電圧である。また、ローレベル電源電圧ＥＬ
ＶＳＳは、例えば接地電圧である。なお、ハイレベル電源電圧ＥＬＶＤＤを供給する電源
線については、ハイレベル電源電圧と同じ符号ＥＬＶＤＤで表し、ローレベル電源電圧Ｅ
ＬＶＳＳを供給する電源線については、ローレベル電源電圧と同じ符号ＥＬＶＳＳで表し
、参照電圧Ｖｒｅｆを供給する線については、参照電圧と同じ符号Ｖｒｅｆで表す。
【００５８】
　次に、図２に示す各構成要素の動作について説明する。タイミングコントローラ１０は
、外部から送られる画像信号ＤＡＴに基づいて、ソースドライバ２０，ゲートドライバ３
０，および階調信号補正回路４０の動作を制御する。より詳細には、タイミングコントロ
ーラ１０は、ソースドライバ２０およびゲートドライバ３０に各種制御信号を送信し、階
調信号補正回路４０に階調信号と各種制御信号とを送信することにより、ソースドライバ
２０，ゲートドライバ３０，および階調信号補正回路４０の動作を制御する。
【００５９】
　ソースドライバ２０は、タイミングコントローラ１０から送られる制御信号に従って、
階調信号補正回路４０から送られる駆動用階調信号ＶＤに基づき、データ線ＤＡへのデー
タ電圧の供給および各画素における駆動電流の測定を行う。データ電圧供給部２１は、駆
動用階調信号ＶＤに基づくデータ電圧をデータ線ＤＡに供給する。電流測定部２２は、所
定の階調値に対応する駆動用階調信号ＶＤに基づくデータ電圧に応じて画素回路５１から
得られる駆動電流を測定し、当該駆動電流の大きさをデジタル値で表現したデータである
画素電流データＩを取得する。本実施形態においては、この画素電流データＩが補償用デ
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ータとなる。電流測定部２２は、また、取得した画素電流データＩを階調信号補正回路４
０に送信する。なお、ソースドライバ２０の構成および動作についての詳しい説明は後述
する。ゲートドライバ３０は、タイミングコントローラ１０から送られる制御信号に従っ
て、ｎ本の走査線ＤＭ１～ＤＭｎを順次に選択する。
【００６０】
　階調信号補正回路４０は、タイミングコントローラ１０から送られる階調信号に上記画
素電流データＩに基づく補正を施し、当該補正によって得られる駆動用階調信号ＶＤをソ
ースドライバ２０に与える。
【００６１】
　以上のようにして、ｍ本のデータ線ＤＡ１～ＤＡｍにデータ電圧が印加され、ｎ本の走
査線ＤＭ１～ＤＭｎが順次に選択されることにより、画像信号ＤＡＴに基づく画像が表示
部５０に表示される。
【００６２】
　１フレーム期間は、通常の表示期間と垂直帰線期間とからなる。本実施形態においては
、垂直帰線期間の一部の期間が上記画素電流データＩを取得するための電流値測定期間と
して使用される。１つの垂直帰線期間内の電流値測定期間には、例えば、ｎ本の走査線Ｄ
Ｍのうちの所定数の走査線ＤＭ（ｐ本の走査線ＤＭ）が順次に選択される。そして、選択
された走査線ＤＭに接続されている画素回路５１における駆動電流を測定することによっ
て画素電流データＩが取得される。ゲートドライバ３０は、選択すべきｐ本の走査線ＤＭ
を垂直帰線期間毎に（すなわち１フレーム期間毎に）シフトさせる。これにより、あるフ
レーム期間の垂直帰線期間に１行目～ｐ行目の走査線ＤＭ１～ＤＭｐに対応する画素回路
５１のそれぞれについての駆動電流の測定が行われるとすると、その次のフレーム期間の
垂直帰線期間にはｐ＋１行目～２ｐ行目の走査線ＤＭｐ＋１～ＤＭ２ｐに対応する画素回
路５１のそれぞれについての駆動電流の測定が行われる。このようにして、測定対象とす
るｍ×ｐ個の画素回路５１を重複することなく１フレーム期間毎に順次にシフトさせるこ
とにより、ｍ×ｎ個の画素回路５１のそれぞれについての駆動電流の測定を行うことがで
きる。
【００６３】
　例えば本実施形態における表示パネルがＦＨＤ（Full High Definition）方式であると
仮定すると、総走査線数は１１２５本であり、有効走査線数は１０８０本である。上記走
査線ＤＭの本数ｎは、有効走査線の本数に相当する。ＦＨＤ方式では、１フレーム期間が
１１２５Ｈ期間であり、映像信号期間（通常の表示期間）が１０８０Ｈ期間であるので、
垂直帰線期間は４５Ｈ期間となる。本実施形態では、ｐ＝９とし、垂直帰線期間において
９本の走査線ＤＭが順次に５Ｈ期間ずつ選択される。このようにＦＨＤ方式でｐ＝９とし
た場合、１２０フレーム（１０８０行／９行）すなわち２秒で全画素回路５１について駆
動電流を測定することができる。なお、ここで示すｐの値および走査線ＤＭを選択する期
間の長さなどは単なる一例であり、本発明はこれに限定されるものではない。
【００６４】
　＜１．２　ソースドライバ＞
　図４は、ソースドライバ２０の詳しい構成を示すブロック図である。ソースドライバ２
０は、シフトレジスタ２３，第１ラッチ部２４，第２ラッチ部２５，Ｄ／Ａ変換部２６，
および電圧出力／電流測定部２７を備えている。第２ラッチ部２５は、ｍ本のデータ線Ｄ
Ａ１～ＤＡｍにそれぞれ対応するｍ個のラッチ回路２５０を備えている。Ｄ／Ａ変換部２
６は、ｍ本のデータ線ＤＡ１～ＤＡｍにそれぞれ対応するｍ個のＤ／Ａコンバータ（以下
「ＤＡＣ」という。）２６０を備えている。電圧出力／電流測定部２７は、ｍ本のデータ
線ＤＡ１～ＤＡｍにそれぞれ対応するｍ個の電圧出力／電流測定回路２７０を備えている
。タイミングコントローラ１０は、上記各種制御信号として、データスタートパルスＤＳ
Ｐ，データクロックＤＣＫ，ラッチストローブ信号ＬＳ，および入出力制御信号ＤＷＴを
このソースドライバ２０に与える。階調信号補正回路４０は、駆動用階調信号ＶＤをこの
ソースドライバ２０に与える。なお、通常の表示期間には、駆動用階調信号ＶＤの値（階
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調値）は各画素における目標とする表示画像に応じた値となり、電流値測定期間には、駆
動用階調信号ＶＤの値は駆動電流を測定するための所定の値となる。
【００６５】
　シフトレジスタ２３にはデータスタートパルスＤＳＰとデータクロックＤＣＫとが入力
される。シフトレジスタ２３は、データクロックＤＣＫに基づき、データスタートパルス
ＤＳＰに含まれるパルスを入力端から出力端へと順次に転送する。このパルスの転送に応
じてシフトレジスタ２３から各データ線ＤＡに対応するサンプリングパルスが順次に出力
され、当該サンプリングパルスは第１ラッチ部２４に順次に入力される。第１ラッチ部２
４は、１行分の駆動用階調信号ＶＤの値を、上記サンプリングパルスのタイミングで順次
に記憶する。各ラッチ回路２５０は、第１ラッチ部２４に記憶された１行分の階調値のう
ちの対応する列の階調値をラッチストローブ信号ＬＳに応じて取り込んで保持する。各ラ
ッチ回路２５０は、また、保持している階調値を内部階調データとして、対応するＤＡＣ
２６０に与える。各ＤＡＣ２６０は、対応するラッチ回路２５０から出力された内部階調
データに応じた階調電圧を選択し、当該階調電圧をデータ電圧として、対応する電圧出力
／電流測定回路２７０に与える。
【００６６】
　電圧出力／電流測定回路２７０は、入出力制御信号ＤＷＴのレベルに応じて異なる動作
を行う。入出力制御信号ＤＷＴが“１”レベル（本明細書ではハイレベル）であれば、電
圧出力／電流測定回路２７０は、ＤＡＣ２６０から出力されたデータ電圧を、対応するデ
ータ線ＤＡに供給する。入出制御信号ＤＷＴが“０”レベル（本明細書ではローレベル）
であれば、電圧出力／電流測定回路２７０は、対応するデータ線ＤＡに画素回路５１から
出力された駆動電流の値（電流値）を測定する。測定によって得られた画素電流データＩ
は、電圧出力／電流測定回路２７０から階調信号補正回路４０に送られる。
【００６７】
　なお、電圧出力／電流測定部２７の一部によって電流測定部２２（図２参照）が構成さ
れ、電圧出力／電流測定部２７の残りの部分，シフトレジスタ２３，第１ラッチ部２４，
第２ラッチ部２５，およびＤ／Ａ変換部２６によってデータ電圧供給部２１（図２参照）
が構成されている。
【００６８】
　＜１．３　画素回路および駆動電流の測定のための構成要素＞
　図５は、本実施形態における画素回路５１および駆動電流の測定のための構成要素（ソ
ースドライバ２０の一部の構成要素）を示す回路図である。画素回路５１は、１個のＯＬ
ＥＤ５２、３個のトランジスタＴ１～Ｔ３、および１個のコンデンサＣ１を備えている。
トランジスタＴ１は駆動トランジスタであり、トランジスタＴ２は参照電圧供給トランジ
スタであり、トランジスタＴ３は入力トランジスタである。
【００６９】
　本実施形態においては、トランジスタＴ１～Ｔ３はすべてｎチャネル型である。また、
本実施形態においては、トランジスタＴ１～Ｔ３には、酸化物ＴＦＴ（酸化物半導体をチ
ャネル層に用いた薄膜トランジスタ）が採用されている。具体的には、インジウム（Ｉｎ
），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および酸素（Ｏ）を主成分とする酸化物半導体で
あるＩｎＧａＺｎＯｘ（酸化インジウムガリウム亜鉛）（以下「ＩＧＺＯ」という。）に
よりチャネル層が形成されたＩＧＺＯ－ＴＦＴが採用されている。なお、ＩＧＺＯ－ＴＦ
Ｔなどの酸化物ＴＦＴは、特に、画素回路５１に含まれるｎチャネル型のトランジスタと
して採用する場合に有効である。ただし、本発明は、ｐチャネル型の酸化物ＴＦＴの使用
を排除するものではない。また、ＩＧＺＯ以外の酸化物半導体をチャネル層に用いたトラ
ンジスタを採用することもできる。例えば、インジウム，ガリウム，亜鉛，銅（Ｃｕ），
シリコン（Ｓｉ），錫（Ｓｎ），アルミニウム（Ａｌ），カルシウム（Ｃａ），ゲルマニ
ウム（Ｇｅ），および鉛（Ｐｂ）のうち少なくとも１つを含む酸化物半導体をチャネル層
に用いたトランジスタを採用した場合にも同様の効果が得られる。
【００７０】
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　トランジスタＴ１は、ＯＬＥＤ５２と直列に設けられている。このトランジスタＴ１に
ついては、ハイレベル電源線ＥＬＶＤＤにドレイン端子が接続され、ＯＬＥＤ５２のアノ
ード端子にソース端子が接続されている。トランジスタＴ２は、参照電圧線Ｖｒｅｆとト
ランジスタＴ１のゲート端子との間に設けられている。トランジスタＴ２のゲート端子は
、走査線ＤＭに接続されている。トランジスタＴ３は、データ線ＤＡとトランジスタＴ１
のソース端子との間に設けられている。トランジスタＴ３のゲート端子は、走査線ＤＭに
接続されている。コンデンサＣ１は、トランジスタＴ１のゲート端子とソース端子との間
に設けられている。ＯＬＥＤ５２のカソード端子は、ローレベル電源線ＥＬＶＳＳに接続
されている。
【００７１】
　ソースドライバ２０は、ＤＡＣ２６０，オペアンプ２７０１，抵抗素子Ｒ１，制御スイ
ッチＳＷ，および測定データ取得部２７０２を含んでいる。なお、ＤＡＣ２６０はデータ
電圧供給部２１の構成要素であり、オペアンプ２７０１および制御スイッチＳＷはデータ
電圧供給部２１および電流測定部２２で共有された構成要素であり、抵抗素子Ｒ１および
測定データ取得部２７０２は電流測定部２２の構成要素である。抵抗素子Ｒ１は、電流電
圧変換素子として機能する。
【００７２】
　オペアンプ２７０１の非反転入力端子はＤＡＣ２６０の出力端子に接続され、オペアン
プ２７０１の反転入力端子は対応するデータ線ＤＡに接続されている。オペアンプ２７０
１の出力端子と反転入力端子との間には、抵抗素子Ｒ１および制御スイッチＳＷが並列に
接続されている。制御スイッチＳＷは、例えばタイミングコントローラ１０から送信され
る入出力制御信号ＤＷＴによって制御される。入出力制御信号ＤＷＴが“１”レベルの時
には、制御スイッチＳＷは閉じた状態となる。入出力制御信号ＤＷＴが“０”レベルの時
には、制御スイッチＳＷは開いた状態となる。測定データ取得部２７０２は、オペアンプ
２７０１からの出力に基づいて測定データとしての画素電流データＩを取得する。その画
素電流データＩは、階調信号補正回路４０に送られる。
【００７３】
　入出力制御信号ＤＷＴが“１”レベルの時には、制御スイッチＳＷが閉じているので、
オペアンプ２７０１の出力端子と反転入力端子とが短絡される。このため、入出力制御信
号ＤＷＴが“１”レベルの時には、オペアンプ２７０１はバッファアンプとして機能する
。これにより、駆動用階調信号ＶＤに基づくデータ電圧が、低出力インピーダンスでデー
タ線ＤＡに供給される。このとき、測定データ取得部２７０２を入出力制御信号ＤＷＴで
制御するなどして、データ電圧が測定データ取得部２７０２に入力されないようにするこ
とが望ましい。
【００７４】
　入出力制御信号ＤＷＴが“０”レベルの時には、制御スイッチＳＷが開いているので、
オペアンプ２７０１の出力端子と反転入力端子とが抵抗素子Ｒ１を介して互いに接続され
る。このため、オペアンプ２７０１は、抵抗素子Ｒ１を帰還抵抗とした電流増幅アンプと
して機能する。このとき、オペアンプ２７０１の非反転入力端子にデータ電圧が入力され
ると、仮想短絡により、反転入力端子の電位はデータ電圧の電位とほぼ等しくなる。また
、このとき、画素回路５１からデータ線ＤＡに、データ電圧に基づく（トランジスタＴ１
の）ゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じて流れる駆動電流が出力される。これにより、測
定データ取得部２７０２は、上述した画素電流データＩを取得することができる。
【００７５】
　＜１．３．１　通常の表示期間における動作＞
　図６は、画素回路５１およびソースドライバ２０の一部の構成要素の通常の表示期間に
おける動作について説明するためのタイミングチャートである。なお、ここで着目する画
素回路５１においては時刻ｔ１～ｔ２の期間Ａ３にデータ電圧Ｖｍの書き込みが行われる
べきものとする。
【００７６】
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　通常の表示期間には、ｎ本の走査線ＤＭが順次に選択される。また、通常の表示期間に
は、入出力制御信号ＤＷＴは“１”レベルになっている。このため、オペアンプ２７０１
は上述したようにバッファアンプとして機能する。
【００７７】
　時刻ｔ１以前には、走査線ＤＭは“０”レベルになっている。このとき、トランジスタ
Ｔ２，Ｔ３がオフ状態になっており、トランジスタＴ１には、コンデンサＣ１に保持され
たゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じた駆動電流が流れている。そして、ＯＬＥＤ５２は
、この駆動電流に応じた輝度で発光している。以下では、トランジスタＴ１に流れる駆動
電流とＯＬＥＤ５２に流れる駆動電流とを区別する場合に、ＯＬＥＤ５２に流れる駆動電
流のことを発光駆動電流Ｉｏｌｅｄという。
【００７８】
　時刻ｔ１になると、データ線ＤＡにはオペアンプ２７０１を介してデータ電圧Ｖｍが供
給される。また、走査線ＤＭが“１”レベルに変化して、トランジスタＴ２，Ｔ３がター
ンオンする。このため、コンデンサＣ１の一端（トランジスタＴ１のソース端子）にはデ
ータ線ＤＡおよびトランジスタＴ３を介してデータ電圧Ｖｍが与えられ、コンデンサＣ１
の他端（トランジスタＴ１のゲート端子）にはトランジスタＴ２を介して参照電圧Ｖｒｅ
ｆが与えられる。これにより、時刻ｔ１～ｔ２の期間Ａ３において、コンデンサＣ１は次
式（１）で与えられるゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに充電される。
　Vgs = Vref - Vm  …（１）
【００７９】
　なお、ＯＬＥＤ５２の閾値電圧をＶｔｈｏｌｅｄとすると、データ電圧Ｖｍは次式（２
）で与えられる値に設定されることが望ましい。
　Vm < ELVSS + Vtholed　…（２）
　上式（２）のように設定されたデータ電圧ＶｍがＯＬＥＤ５２のアノード端子（トラン
ジスタＴ１のソース端子）に与えられることにより、上記期間Ａ３（後述の期間Ａ１，Ａ
２でも同様）において発光駆動電流Ｉｏｌｅｄが０になる。このため、ＯＬＥＤ５２の発
光を停止することができる。
【００８０】
　時刻ｔ２になると、走査線ＤＭが“０”レベルに変化して、トランジスタＴ２，Ｔ３が
ターンオフする。このため、コンデンサＣ１の保持電圧は上式（１）で示すゲート－ソー
ス間電圧Ｖｇｓに確定する。このとき、トランジスタＴ１のソース端子はデータ線ＤＡか
ら電気的に切り離されているので、ゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じた発光駆動電流Ｉ
ｏｌｅｄが流れ、当該発光駆動電流Ｉｏｌｅｄに応じた輝度でＯＬＥＤ５２が発光する。
以上のようにして、通常の表示期間には、外部から送られる画像信号ＤＡＴに応じた輝度
で、各画素回路５１内のＯＬＥＤ５２が発光する。
【００８１】
　＜１．３．２　電流値測定期間における動作＞
　図７は、画素回路５１およびソースドライバ２０の一部の構成要素の電流値測定期間に
おける動作について説明するためのタイミングチャートである。時刻ｔ１～ｔ２の期間Ａ
１および時刻ｔ３～ｔ４の期間Ａ１のそれぞれは、駆動電流の測定に使用する階調値（以
下「測定用階調値」という。）に対応するデータ電圧（以下、単に「測定用データ電圧」
という。）を画素回路５１に書き込むための期間である。時刻ｔ２～ｔ３の期間Ａ２およ
び時刻ｔ４～ｔ５の期間Ａ２のそれぞれは、測定用データ電圧に応じた駆動電流を測定す
るための期間である。
【００８２】
　ところで、本実施形態においては、測定用階調値として２つの水準（第１水準および第
２水準）の階調値が用いられる。すなわち、２つの水準の測定用階調値にそれぞれ対応す
る２つの電圧が測定用データ電圧とされる。例えば、第１水準の測定用階調値として比較
的高レベルの階調値が採用され、第２水準の測定用階調値として比較的低レベルの階調値
が採用される。一例を挙げると、第１水準の測定用階調値は“１８６”（平均輝度が１５
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０ｎｉｔとなるレベル）とされ、第２水準の測定用階調値は“８２”（平均輝度が２５ｎ
ｉｔとなるレベル）とされる。以下、第１水準の測定用階調値に対応する測定用データ電
圧のことを「第１測定用データ電圧」といい、第２水準の測定用階調値に対応する測定用
データ電圧のことを「第２測定用データ電圧」という。第１測定用データ電圧には符号Ｖ
ｍ１を付し、第２測定用データ電圧には符号Ｖｍ２を付す。
【００８３】
　図７に示すように、走査線ＤＭが“１”レベルになっている時刻ｔ１～ｔ６の５Ｈ期間
において、入出力制御信号ＤＷＴのレベルは、“１”レベル、“０”レベル、“１”レベ
ル、“０”レベル、および“１”レベルの順に１Ｈ期間毎に切り替わる。上述したように
、入出力制御信号ＤＷＴが“１”レベルの時にはオペアンプ２７０１はバッファアンプと
して機能し、入出力制御信号ＤＷＴが“０”レベルの時にはオペアンプ２７０１は電流増
幅アンプとして機能する。
【００８４】
　時刻ｔ１以前には、走査線ＤＭが“０”レベルとなっている。このとき、トランジスタ
Ｔ２，Ｔ３がオフ状態になっており、トランジスタＴ１は、コンデンサＣ１に保持された
ゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じた駆動電流を流している。トランジスタＴ１に流れる
駆動電流は、発光駆動電流ＩｏｌｅｄとしてＯＬＥＤ５２に流れる。そして、ＯＬＥＤ５
２は、この発光駆動電流Ｉｏｌｅｄに応じた輝度で発光している。
【００８５】
　時刻ｔ１になると、走査線ＤＭが“１”レベルに変化して、トランジスタＴ２，Ｔ３が
ターンオンする。また、入出力制御信号ＤＷＴが“１”レベルになり、制御スイッチＳＷ
が閉じる。また、オペアンプ２７０１の非反転入力端子には、第１測定用データ電圧Ｖｍ
１が入力される。このため、図７に示すように、第１測定用データ電圧Ｖｍ１がデータ線
ＤＡに供給される。これにより、上記期間Ａ３（図６参照）と同様にして、時刻ｔ１～ｔ
２の期間Ａ１において、コンデンサＣ１には、次式（３）で与えられるゲート－ソース間
電圧Ｖｇｓが充電される。
　Vgs = Vref - Vm１　…（３）
【００８６】
　時刻ｔ２になると、入出力制御信号ＤＷＴが“０”レベルに変化して、制御スイッチＳ
Ｗが開く。また、時刻ｔ１に引き続きオペアンプ２７０１の非反転入力端子には第１測定
用データ電圧Ｖｍ１が入力されているので、仮想短絡により反転入力端子の電位もＶｍ１
となる。なお、時刻ｔ１～ｔ２の期間Ａ１において既にデータ線ＤＡは第１測定用データ
電圧Ｖｍ１に充電されているので、このように反転入力端子の電位がＶｍ１になるために
要する時間は僅かである。時刻ｔ２～ｔ３の期間Ａ２には、オン状態であるトランジスタ
Ｔ３を介した駆動電流の電流パスが形成され、画素回路５１からデータ線ＤＡに当該駆動
電流が出力される。なお、上式（２）より、発光駆動電流Ｉｏｌｅｄは流れない。このよ
うに、トランジスタＴ３はオン状態のときに駆動電流をデータ線ＤＡに出力可能になって
いる。そして、データ線ＤＡに出力された駆動電流の測定が測定データ取得部２７０２（
図５参照）で行われ、第１測定用データ電圧Ｖｍ１に対応する画素電流データＩが取得さ
れる。
【００８７】
　時刻ｔ３～ｔ４の期間Ａ１には、時刻ｔ１～ｔ２の期間Ａ１と同様にして、第２測定用
データ電圧Ｖｍ２に応じたゲート－ソース間電圧がコンデンサＣ１に充電される。時刻ｔ
４～ｔ５の期間Ａ２には、時刻ｔ２～ｔ３の期間Ａ２と同様にして、第２測定用データ電
圧Ｖｍ２に対応する画素電流データＩが取得される。時刻ｔ５～ｔ６の期間Ａ３における
動作は、通常の表示期間におけるものと同様であるので、その説明は省略する。
【００８８】
　以上のようにして、１つの垂直帰線期間内の電流値測定期間には、ｐ本の走査線ＤＭに
対応する画素回路５１（ｍ×ｐ個）のそれぞれについて、第１測定用データ電圧Ｖｍ１に
対応する画素電流データＩと第２測定用データ電圧Ｖｍ２に対応する画素電流データＩと



(19) JP WO2014/112299 A1 2014.7.24

10

20

30

40

50

が取得される。
【００８９】
　＜１．４　階調信号補正回路＞
　図８は、階調信号補正回路４０の概略構成を示すブロック図である。階調信号補正回路
４０は、データ圧縮部４２とデータ復号部４４と階調値補正部４６とによって構成されて
いる。データ圧縮部４２は、タイミングコントローラ１０から送られる制御信号ＴＣに基
づいて、ソースドライバ２０から送られる画素電流データＩに圧縮を施す。データ復号部
４４は、タイミングコントローラ１０から送られる制御信号ＴＣに基づいて、データ圧縮
部４２によって圧縮された画素電流データＩを復号する。階調値補正部４６は、タイミン
グコントローラ１０から送られる制御信号ＴＣと階調信号Ｖａとに基づいて、各画素に対
応する駆動用階調信号ＶＤを生成する。その際、「駆動トランジスタ（図５のトランジス
タＴ１）の特性のばらつきやＯＬＥＤ５２の経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のば
らつきの発生」を抑制するために、階調信号Ｖａの階調値に所定の補正が施される。なお
、データ圧縮部４２での画素電流データＩの圧縮，データ復号部４４での画素電流データ
Ｉの復号，および階調値補正部４６での階調信号Ｖａの補正についての詳しい説明は後述
する。
【００９０】
　＜１．５　画素電流データの圧縮および復号＞
　＜１．５．１　圧縮および復号の概略＞
　図１は、画素電流データＩの圧縮および復号について説明するためのブロック図である
。なお、以下においては、図１に示す構成要素の全体のことを「画素電流データ圧縮・復
号部」という。画素電流データ圧縮・復号部は、ローパスフィルタ（高周波成分除去フィ
ルタ）４２１，第１演算部４２２，ダウンサンプリング部４２６，高周波信号圧縮処理部
４２７，記憶部（メモリ）４８０，メモリコントローラ４８２，ポストフィルタ・アップ
サンプリング部４４３，高周波信号復号処理部４４４，および第２演算部４４６を含んで
いる。ローパスフィルタ４２１，第１演算部４２２，ダウンサンプリング部４２６，およ
び高周波信号圧縮処理部４２７は、データ圧縮部４２の構成要素である。ポストフィルタ
・アップサンプリング部４４３，高周波信号復号処理部４４４，および第２演算部４４６
はデータ復号部４４の構成要素である。
【００９１】
　なお、本実施形態においては、ローパスフィルタ４２１と第１演算部４２２とによって
電流データ分離部が実現され、第１演算部４２２によって高周波成分演算部が実現され、
ダウンサンプリング部４２６によって低周波成分データ圧縮処理部が実現され、高周波信
号圧縮処理部４２７によって高周波成分データ圧縮処理部が実現されている。
【００９２】
　画素電流データ圧縮・復号部に含まれる各構成要素の機能の概略について説明する。な
お、画素電流データ圧縮・復号部には、ソースドライバ２０の電流測定部２２で取得され
た画素電流データＩが入力される。ローパスフィルタ４２１は、画素電流データＩのうち
高周波成分を減衰させて低周波成分を通過させるフィルタとして機能する。以下、ローパ
スフィルタ４２１から出力されるデータのことを「低周波成分データ」という。低周波成
分データには符号ＩＬを付す。第１演算部４２２は、画素電流データＩと低周波成分デー
タＩＬとの差分を求める。当該差分のデータは、画素電流データＩのうちの高周波成分と
して第１演算部４２２から出力される。以下、第１演算部４２２から出力されるデータの
ことを「高周波成分データ」という。高周波成分データには符号ＩＨを付す。
【００９３】
　なお、図９に示すように、ローパスフィルタ４２１の代わりにハイパスフィルタ（低周
波成分除去フィルタ）４２３を設けてハイパスフィルタ４２３から出力される高周波成分
データＩＨと画素電流データＩとの差分に基づいて低周波成分データＩＬを求める（図９
の演算部（低周波成分演算部）４２４が低周波成分データＩＬを求める）ようにしても良
い。また、図１０に示すように、ローパスフィルタ４２１およびハイパスフィルタ４２３
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の双方を設ける構成とし、画素電流データＩにローパスフィルタ４２１を適用して低周波
成分データＩＬを得るとともに、画素電流データＩにハイパスフィルタ４２３を適用して
高周波成分データＩＨを得るようにしても良い。
【００９４】
　ダウンサンプリング部４２６は、低周波成分データＩＬからデータをサンプリングする
ことによって、記憶部４８０に保存すべき低周波成分データの量を小さくする。すなわち
、ダウンサンプリング部４２６では、低周波成分データＩＬの圧縮が行われる。以下、ダ
ウンサンプリング部４２６から出力されるデータのことを「圧縮済み低周波成分データ」
という。圧縮済み低周波成分データには符号ＩＬｃを付す。高周波信号圧縮処理部４２７
は、高周波成分データＩＨから所定の振幅のデータを抽出することによって、記憶部４８
０に保存すべき高周波成分データの量を小さくする。すなわち、高周波信号圧縮処理部４
２７では、高周波成分データＩＨの圧縮が行われる。以下、高周波信号圧縮処理部４２７
から出力されるデータのことを「圧縮済み高周波成分データ」という。圧縮済み高周波成
分データには符号ＩＨｃを付す。
【００９５】
　記憶部（メモリ）４８０には、圧縮済み低周波成分データＩＬｃおよび圧縮済み高周波
成分データＩＨｃが保存される。メモリコントローラ４８２は、タイミングコントローラ
１０などから与えられるメモリ制御信号ＳＭに従って、圧縮済み低周波成分データＩＬｃ
および圧縮済み高周波成分データＩＨｃの記憶部４８０への書き込みや、圧縮済み低周波
成分データＩＬｃおよび圧縮済み高周波成分データＩＨｃの記憶部４８０からの読み出し
を制御する。なお、記憶部４８０については、圧縮済み低周波成分データＩＬｃと圧縮済
み高周波成分データＩＨｃとが同時並行的に書き込みや読み出しが行われるように構成さ
れていても良いし、そのように構成されていなくても良い。
【００９６】
　ポストフィルタ・アップサンプリング部４４３は、記憶部４８０から読み出された圧縮
済み低周波成分データＩＬｃを復号する。以下、ポストフィルタ・アップサンプリング部
４４３から出力されるデータのことを「復号済み低周波成分データ」という。復号済み低
周波成分データには符号ＩＬｄを付す。このポストフィルタ・アップサンプリング部４４
３では、圧縮済み低周波成分データＩＬｃが完全に圧縮前の状態となるように復号が行わ
れる。これは、圧縮処理の際にダウンサンプリング部４２６におけるデータのサンプリン
グ間隔（抽出間隔）に応じて適切なローパスフィルタ４２１を用いることによって可能と
なる（ナイキストの定理）。高周波信号復号処理部４４４は、記憶部４８０から読み出さ
れた圧縮済み高周波成分データＩＨｃを復号する。以下、高周波信号復号処理部４４４か
ら出力されるデータのことを「復号済み高周波成分データ」という。復号済み高周波成分
データには符号ＩＨｄを付す。第２演算部４４６は、復号済み低周波成分データＩＬｄと
復号済み高周波成分データＩＨｄとを加算する処理を行うことによって、復号済み画素電
流データＩｄを求める。なお、高周波成分データＩＨに可逆圧縮が施されている場合には
画素電流データＩと復号済み画素電流データＩｄとは等しくなり、高周波成分データＩＨ
に非可逆圧縮が施されている場合には画素電流データＩと復号済み画素電流データＩｄと
はほぼ等しくなる。
【００９７】
　本実施形態においては、次の手順で、画素電流データＩが記憶部４８０に保存される。
上述した電流値測定期間に１行分の画素電流データＩが取得される毎に、当該１行分の画
素電流データＩは、この有機ＥＬ表示装置１に予め用意されている第１のメモリ（不図示
）に一時的に保存される。そして、次の１行分の画素電流データＩが取得されるまでに、
第１のメモリに保存されている画素電流データＩに対して上述のような圧縮処理が施され
、圧縮処理で得られたデータが第２のメモリ（上記記憶部４８０）に保存される。ここで
、第１のメモリは、１行分の画素電流データＩを保存することができる程度の容量を少な
くとも有しており、第２のメモリは全画素分の画素電流データＩを圧縮することによって
得られるデータ（圧縮済み低周波成分データＩＬｃおよび圧縮済み高周波成分データＩＨ
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ｃ）を保存することができる程度の容量を少なくとも有している。
【００９８】
　ところで、上述したように、１つの画素回路（１つのサブ画素）につき２つの画素電流
データＩ（第１測定用データ電圧Ｖｍ１に対応する画素電流データＩおよび第２測定用デ
ータ電圧Ｖｍ２に対応する画素電流データＩ）が取得される。従って、それら２つの画素
電流データＩのそれぞれについて上述した圧縮処理が行われる。
【００９９】
　本実施形態においては、１つの画素電流データＩは１０ビットの精度で取得される。従
って、１つの水準についての各色の１行分の画素電流データＩのデータ量ＭＡは次のよう
になる。なお、ここでは、５型フルＨＤ（１９２０×１０８０×ＲＧＢ）のパネルが採用
されているものとする。
　MA = 10bit × 1,920 × 1
     = 19,200bit (18.75キロビット)
【０１００】
　＜１．５．２　データ量の削減に関する考え方＞
　ここで、本発明におけるデータ量の削減に関する考え方について説明する。まず、画素
電流データＩの例を図１１に示す。図１１には、或る２つの行（行Ａ，行Ｂ）についての
１～５１２列目の画素電流データＩを示している。なお、画素電流データＩの全体でのヒ
ストグラムは図１２に示すようなものとなる。画素電流データＩは、低周波成分と高周波
成分とに分けることができる。図１３には１～５１２列目の画素電流データＩの低周波成
分を示し、図１４には低周波成分の全体でのヒストグラムを示している。また、図１５に
は１～５１２列目の画素電流データＩの高周波成分を示し、図１６には高周波成分の全体
でのヒストグラムを示している。
【０１０１】
　上述したように、本実施形態においては、画素回路５１内のトランジスタＴ１～Ｔ３に
は、酸化物ＴＦＴであるＩＧＺＯ－ＴＦＴが採用されている。ここで、ＩＧＺＯ－ＴＦＴ
とＬＴＰＳ（Low Temperature Poly silicon）－ＴＦＴとを比較すると、ＬＴＰＳ－ＴＦ
ＴよりもＩＧＺＯ－ＴＦＴの方が局所領域での特性のばらつきが小さくなる。これについ
て、図１７を参照しつつ説明する。図１７は、ＩＧＺＯ－ＴＦＴを採用する表示装置にお
ける輝度のばらつきおよびＬＴＰＳ－ＴＦＴを採用する表示装置における輝度のばらつき
を示す図である。横軸は全体平均輝度を基準としたときの画素の輝度比を示し、縦軸は規
格化度数を示している。図１７から把握されるように、ＬＴＰＳ－ＴＦＴを採用する表示
装置においては、画素輝度比のデータは約５５％から約１２０％までの範囲に分散してい
る。これに対して、ＩＧＺＯ－ＴＦＴを採用する表示装置においては、画素輝度比のデー
タは約８５％から約１１５％までの範囲に含まれている。このように、ＬＴＰＳ－ＴＦＴ
よりもＩＧＺＯ－ＴＦＴの方が特性のばらつきが小さくなっている。これは、ＬＴＰＳ－
ＴＦＴではレーザープロセスが用いられるのに対して、ＩＧＺＯ－ＴＦＴではレーザープ
ロセスが用いられないからである。また、図１７から把握されるように、ＩＧＺＯ－ＴＦ
Ｔにおいては、特性のばらつきの分布が正規分布に近くなっている。
【０１０２】
　ところで、視認性に関し、特性のばらつきの振幅が大きいほど画像表示の際に輝度のば
らつきが視認されやすくなることが知られている。視覚特性を考慮すると、輝度のばらつ
きすなわち画素回路５１に流れる駆動電流のばらつきが比較的小さい領域では補正を行わ
ずに或るレベル以上の輝度のばらつきが視認される領域内の画素に対して補正を行うこと
によって、処理効率が高まる。
【０１０３】
　以上より、上述の画素電流データＩに関し、高周波成分の振幅が小さい場合には補正が
不要となるので、所定の範囲内の振幅値を持つ高周波成分データＩＨを削除することがで
きる。ここで、ＩＧＺＯ－ＴＦＴについては上述したように特性のばらつきが小さくかつ
正規分布に近くなるので、所定の範囲内の振幅値を持つ高周波成分データＩＨを削除する
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ことによって、記憶部４８０に保存すべきデータの量を大幅に削減することができる。
【０１０４】
　＜１．５．３　圧縮処理＞
　本実施形態における圧縮処理について詳しく説明する。圧縮処理においては、まず、上
述した第１のメモリに保存されている画素電流データＩにローパスフィルタ４２１が適用
される。これにより、画素電流データＩのうちの低周波成分が低周波成分データＩＬとし
て抽出される。次に、第１演算部４２２によって、画素電流データＩと低周波成分データ
ＩＬとの差分が求められる。これにより、画素電流データＩのうちの高周波成分が高周波
成分データＩＨとして抽出される。
【０１０５】
　次に、ダウンサンプリング部４２６によって、適切なサンプリング間隔で低周波成分デ
ータＩＬからのデータの抽出が行われる。なお、サンプリング間隔は、圧縮前の低周波成
分データＩＬが完全に復号可能となるように設定される。例えば、サンプリング間隔は“
４”とされる。この場合、４つの画素毎にデータが抽出される。従って、本実施形態にお
いては、１行分の圧縮済み低周波成分データＩＬｃのデータ量ＭＢは次のようになる。
　MB = MA / 4
     = 19,200bit / 4
     = 4,800bit (4.6875キロビット)
なお、駆動電流を測定する順序やサンプリングするデータの画素の位置は定まっているた
め、保存対象のデータに位置情報を付加する必要はない。
【０１０６】
　次に、高周波信号圧縮処理部４２７によって、高周波成分データＩＨに対する圧縮処理
が行われる。その際、まず、各高周波成分データＩＨの振幅が検査される。１つの画素電
流データＩは１０ビットであるので、高周波成分データＩＨが取り得る振幅値は、“－１
０２３”～“１０２３”の値となる。しかしながら、上述したように、ＩＧＺＯ－ＴＦＴ
については、ＬＴＰＳ－ＴＦＴと比較して、局所領域での特性のばらつきが小さい。従っ
て、ＩＧＺＯ－ＴＦＴが採用されている場合にはＬＴＰＳ－ＴＦＴが採用されている場合
と比較して高周波成分データＩＨの振幅が顕著に小さくなることが把握される。例えば、
図１５に示した例では、高周波成分データＩＨの振幅値は、“－５８”～“６５”の値と
なっている。
【０１０７】
　ところで、高周波成分データＩＨのうち比較的小さな振幅のデータ（低振幅データ）に
ついては、表示に及ぼす影響が小さい。このため、高周波成分データＩＨのうちの低振幅
データを削除することができる。例えば、高周波成分データＩＨのうち振幅値が“－３１
”～“３１”のデータを削除すると仮定する。この場合、高周波成分データＩＨのうち振
幅値が“－５８”～“－３１”のデータおよび高周波成分データＩＨのうち振幅値が“３
１”～“６５”のデータが保存対象のデータとなる。このようにしてデータが削除される
振幅値の範囲は、いわゆる不感帯となる。
【０１０８】
　本実施形態においては、不感帯の範囲内のデータを削除することに伴い、不感帯の上限
値あるいは下限値を基準にして、高周波成分データＩＨのうちの高振幅のデータの再定義
が行われる。そして、高周波成分データＩＨのうちの保存対象のデータ（高振幅のデータ
）は、不感帯の上限値あるいは下限値との差の値で表現される。上述の例では、高周波成
分データＩＨのうち振幅値が“－５８”～“－３１”のデータは、“－２７”～“０”の
値で表現される（図１８参照）。また、高周波成分データＩＨのうち振幅値が“３１”～
“６５”のデータは、“０”～“３４”の値で表現される（図１８参照）。以上より、“
－２７”～“３４”の範囲内の値が保存されれば良いので、保存対象のデータを７ビット
で表現することが可能となる。
【０１０９】
　高周波成分データＩＨのうちの保存対象のデータについては、位置情報を付加する必要
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がある。５型フルＨＤのパネルには１９２０列あるので、付加すべき位置情報として１１
ビットのデータが必要となる。ここで、水平画素数をＷとし、水平位置情報のビット数を
Ｐとし、記録するデータのビット数をＲとし、記録が必要なデータの割合をＫとすると、
各色の１行分のデータの記録（保存）に必要な記憶部４８０の容量は“Ｗ×（Ｐ＋Ｒ）×
Ｋ”となる。図１１に示したデータを用いた実験によれば、上述のようにして高周波成分
のデータを削除することによって、保存すべきデータの量を全体の８％にまで低減するこ
とができた。この場合、１行分の圧縮済み高周波成分データＩＨｃのデータ量ＭＣは次の
ようになる。
　MC = 1,920 × (11+7) × 0.08
     = 2,764.8bit (2.7キロビット)
なお、このようにしてデータ量を削減して高周波成分データを記憶部４８０に記録（保存
）する手法のことを以下「第１の高周波成分記録方法」という。
【０１１０】
　以上より、１水準についての各色の１行分の画素電流データＩに着目すれば、記憶部４
８０に保存すべきデータのデータ量ＭＤは次のようになる。
　MD = MB + MC
     = 7,564.8bit (7.3875キロビット)
　５型フルＨＤのパネルには１０８０行あるので、１水準についての各色の全体での保存
すべきデータのデータ量ＭＥは次のようになる。
　ME = MD × 1,080
     = 8,169,984bit (約7.792メガビット)
　また、上記圧縮処理を行わない場合に記憶部４８０に保存すべき各色のデータのデータ
量ＭＦは次のようになる。
　MF = 10bit × 1,920 × 1,080
     = 20,736,000bit (約19.775メガビット)
　よって、上述した例における画素電流データＩの圧縮率は約３９％となる。
【０１１１】
　上記説明においては、高周波成分データＩＨのうち低振幅データを削除しているが、本
発明はこれに限定されない。高周波成分データＩＨのうち低振幅データについては比較的
粗く量子化を行い、高周波成分データＩＨのうち高振幅データについては比較的細かく量
子化を行い、量子化によって得られたデータを記憶部４８０に保存するようにしても良い
。
【０１１２】
　なお、本実施形態においては、電流測定部２２が画素電流データＩを取得する処理によ
って電流測定ステップが実現され、ローパスフィルタ４２１と第１演算部４２２とが画素
電流データＩを低周波成分データＩＬと高周波成分データＩＨとに分離する処理によって
電流データ分離ステップが実現され、高周波信号圧縮処理部４２７が高周波成分データＩ
Ｈのうち高振幅のデータのみを抽出する処理によって高周波成分データ圧縮処理ステップ
が実現され、ダウンサンプリング部４２６が所定のサンプリング間隔で低周波成分データ
ＩＬからデータを抽出する処理によって低周波成分データ圧縮処理ステップが実現され、
ダウンサンプリング部４２６および高周波信号圧縮処理部４２７が圧縮後のデータを記憶
部４８０に保存する処理によって保存ステップが実現されている。
【０１１３】
　＜１．５．４　画素電流データ圧縮・復号部についての補足＞
　上述の説明においては、ローパスフィルタ４２１を用いて画素電流データＩを高周波成
分データＩＨと低周波成分データＩＬとに分離しているが、本発明はこれに限定されない
。例えばハイパスフィルタを用いるなどして、ローパスフィルタを用いる手法とは別の手
法で画素電流データＩを高周波成分データＩＨと低周波成分データＩＬとに分離しても良
い。すなわち、画素電流データＩを高周波成分データＩＨと低周波成分データＩＬとに分
離する電流データ分離部４２０として機能する構成要素を備えていれば、画素電流データ
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Ｉを高周波成分データＩＨと低周波成分データＩＬとに分離する手法については特に限定
されない。従って、画素電流データ圧縮・復号部の構成を図１９のように表すことができ
る。また、低周波成分データＩＬの圧縮を所定の間隔でのサンプリングとは異なる手法で
行うようにしても良い。すなわち、低周波成分データＩＬを圧縮する低周波信号圧縮処理
部４２５として機能する構成要素を備えていれば、低周波成分データＩＬを圧縮する手法
については特に限定されない。従って、画素電流データ圧縮・復号部の構成を図２０のよ
うに表すことができる。
【０１１４】
　＜１．６　階調値の補正方法＞
　次に、図２１および図２２を参照しつつ、階調値補正部４６における階調値の補正につ
いて説明する。ここでの「階調値の補正」は、タイミングコントローラ１０から階調信号
補正回路４０内の階調値補正部４６に送られる階調信号Ｖａの階調値を補正して、ソース
ドライバ２０に与えるべき駆動用階調信号ＶＤの階調値を求めることを意味する。なお、
ここでは、階調信号Ｖａとして階調値補正部４６に送られるデータのことを「入力階調電
圧データ」といい、駆動用階調信号ＶＤとして階調値補正部４６から出力されるデータの
ことを「出力階調電圧データ」という。入力階調電圧データおよび出力階調電圧データは
いずれも階調値に対応付けられるデータである。また、入力階調電圧データおよび出力階
調電圧データを総称して単に「階調電圧データ」という。
【０１１５】
　階調値補正部４６では、データ復号部４４での復号後の画素電流データに基づいて階調
値の補正が行われる。より詳しくは、上述した２つの水準（第１水準および第２水準）の
測定用階調値にそれぞれ対応付けられる復号後の２つの画素電流データに基づいて階調値
の補正が行われる。なお、ここでは、第１水準の測定用階調値に対応付けられる画素電流
データのことを「第１水準画素電流データ」といい、第２水準の測定用階調値に対応付け
られる復号後の画素電流データのことを「第２水準画素電流データ」という。
【０１１６】
　図２１は、画素電流の測定が行われた或る画素（以下、「着目画素」という。）におけ
る階調電圧データと画素電流データとの関係を示す図である。一般に、階調電圧と表示輝
度との関係はガンマ値を２．２とする指数関数によって表現されるよう、あらかじめ設定
が行われている。また、各画素における発光輝度と画素電流との間にはほぼ比例関係が成
立する。従って、電流測定部２２（図２参照）によって測定された画素電流（駆動電流）
と、階調電圧との関係についても、次式（４）に示すようにガンマ値を２．２とする指数
関数によって表現される。なお、次式（４）で表現される特性は一般に「電流電圧特性」
などと呼ばれている。
【数１】

ここで、ＶPは任意の階調値Ｐに対応する階調電圧を表し、ＩPは階調値Ｐに対応する画素
電流を表し、ＪおよびＫは定数を表す。なお、Ｐは任意の階調値である。
【０１１７】
　上式（４）に関し、Ｊの値およびＫの値は画素毎に異なる。何故ならば、画素毎に駆動
トランジスタの電流電圧特性が異なっており、また、駆動トランジスタの特性の経時変化
による影響が画素毎に異なるためである。しかしながら、いずれの画素においても階調電
圧と画素電流との関係がガンマ値を２．２とする指数関数で表されるので、少なくとも２
つの水準の測定用階調値（測定用データ電圧）に対応する画素電流データが存在すれば、
任意の階調値に対応する電流値の近似表現が可能となる。すなわち、２つの水準の測定用
階調値に対応する画素電流データ（以下、単に「２水準の画素電流データ」という。）に
基づいて任意の階調値に対応する画素電流の値を推定することが可能である。着目画素に
ついての目標とする電流電圧特性（階調値の補正後の理想的な電流電圧特性）についても
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【０１１８】
  ところで、上述した２水準の画素電流データの目標値の１つを符号ＩCで表した場合、
例えば、１つの行に含まれる全ての画素あるいは表示部５０内の全ての画素における画素
電流データ（測定によって得られた画素電流データＩP）の平均値を画素電流データＩC（
目標とする画素電流データ）とすることができる（次式（５）を参照）。
【数２】

　なお、画素電流データ群から何らかの基準に基づいて算出した値を画素電流データＩC

としても良いし、測定される画素電流データに関わらず予め定められた値（固定値）を画
素電流データＩCとしても良い。
【０１１９】
　図２１において、Ｐ１は着目画素における測定時点の第１水準画素電流データの値を示
し、Ｐ２は着目画素における測定時点の第２水準画素電流データの値を示し、Ｃ１は着目
画素における目標とする第１水準画素電流データの値を示し、Ｃ２は着目画素における目
標とする第２水準画素電流データの値を示している。また、図２１において、符号６１で
示す実線は着目画素における測定時点の電流電圧特性を表し、符号６２で示す点線は着目
画素における目標とする電流電圧特性を表している。上述したように、階調電圧と画素電
流との関係は、ガンマ値を２．２とする指数関数によって表現される。しかしながら、指
数関数を用いて出力階調電圧データ（補正後の階調電圧データ）を求めようとすると、処
理が複雑になる。そこで、本実施形態においては、測定によって得られた画素電流データ
ＩPについては次式（６）を用いた変換を行い、目標とする画素電流データＩCについては
次式（７）を用いた変換を行うことによって、測定時点の電流電圧特性および目標とする
電流電圧特性の表現が行われる。
【数３】

【数４】

【０１２０】
　上式（６）を用いた変換によって、測定時点の電流電圧特性は図２２で符号６３で示す
実線で表現される。また、上式（７）を用いた変換によって、目標とする電流電圧特性は
図２２で符号６４で示す点線で表現される。すなわち、測定時点の電流電圧特性および目
標とする電流電圧特性は、直線近似された関数で表現される。なお、図２２におけるＡ１
，Ａ２，Ｂ１，およびＢ２のデータはそれぞれ図２１におけるＰ１，Ｐ２，Ｃ１，および
Ｃ２のデータに対応する。図２２より、Ａ１とＡ２とを結ぶ直線は次式（８）で表され、
Ｂ１とＢ２とを結ぶ直線は次式（９）で表される。なお、変換後の画素電流データのこと
を以下「線形化画素電流データ」という。

【数５】
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【数６】

【０１２１】
　なお、本実施形態においては、復号後のデータに対して上述のような変換を行っている
が、本発明はこれに限定されず、圧縮前のデータに対して上述のような変換を行うように
しても良い。この場合、復号後のデータに対して変換を行うことなく、図２２で符号６３
，６４で示すような電流電圧特性が求められる。
【０１２２】
　上式（８）および上式（９）はいずれもＶP（任意の階調値Ｐに対応する階調電圧）の
関数となっている。例えば、ＶPが符号６５の矢印で示す値である場合、着目画素におけ
る測定時点の線形化画素電流データの値は符号６６の矢印で示す位置の値となり、着目画
素における目標とする線形化画素電流データの値は符号６７の矢印で示す位置の値となる
。
【０１２３】
　ところで、任意のＶPについて“ＩA（ＶP）＞ＩB（ＶP）”の関係が成立している。ま
た、図２２において、符号６７の矢印で示す位置の値の線形化画素電流データの値を得る
ためには、階調電圧データの値は符号６８の矢印で示す位置の値にならなければならない
。また、上式（８）は、次式（１０）のように変形することができる。
【数７】

　以上のことを考慮すると、上式（１０）において、ＩA（ＶP）にＩB（ＶP）を代入する
ことによって、目標とする線形化画素電流データの値を得るための階調電圧データの値を
求めることができる。すなわち、階調値Ｐに対応する出力階調電圧データの値ＶCは、次
式（１１）で求められる。

【数８】

【０１２４】
　本実施形態においては、以上のようにして、各画素について復号後の２水準の画素電流
データに基づいて出力階調電圧データが求められる。実際のデータ変換工程においては、
上式（９）および上式（１１）を表現するロジック回路による演算処理が行われる。なお
、階調値の補正の具体的な手法については、上記以外の手法を採用することもできる。
【０１２５】
　以上のような階調値の補正を実現するために、階調値補正部４６は図２３に示すような
機能ブロックで構成されている。すなわち、階調値補正部４６は、第１の特性算出部４６
０と第２の特性算出部４６２と駆動用階調値算出部４６４とによって構成されている。第
１の特性算出部４６０は、各画素についての第１水準画素電流データおよび第２水準画素
電流データに基づいて、各画素における測定時点の電流電圧特性（測定電流電圧特性）を
求める。第２の特性算出部４６２は、例えば１つの行に含まれる全ての画素あるいは表示
部５０内の全ての画素における画素電流データの平均値を画素電流データＩC（目標とす
る画素電流データ）とし、当該画素電流データＩCに基づいて各画素における目標とする
電流電圧特性（目標電流電圧特性）を求める。すなわち、第２の特性算出部４６２は、各
画素における目標電流電圧特性を、当該画素を含む複数の画素についての第１水準画素電
流データおよび第２水準画素電流データに基づいて求める。ここで、第１の特性算出部４
６０および第２の特性算出部４６２は、電流電圧特性を表す関数を上述のように非線形の
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関数から線形の関数（直線近似された関数）に変換する。駆動用階調値算出部４６４は、
上述の手順で出力階調電圧データを求める。すなわち、駆動用階調値算出部４６４は、目
標電流電圧特性から求められる「階調信号Ｖａの階調値に対応する電流値」と測定電流電
圧特性から求められる「駆動用階調信号ＶＤの階調値に対応する電流値」とが等しくなる
ように、駆動用階調信号ＶＤの階調値を求める。
【０１２６】
　＜１．７　効果＞
　本実施形態によれば、ＩＧＺＯ－ＴＦＴを用いた有機ＥＬ表示装置１において、「駆動
トランジスタの特性のばらつきやＯＬＥＤの経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のば
らつきの発生」を抑制するために取得される補償用データとしての画素電流データＩは、
以下のように処理される。まず、画素電流データＩは、高周波成分データＩＨと低周波成
分データＩＬとに分離される。そして、低周波成分データＩＬについては、サンプリング
によるデータの抽出が行われることによって、記憶部４８０に保存すべきデータの量が低
減される。また、高周波成分データＩＨについては、低振幅データは削除され、高振幅デ
ータは不感帯（削除対象のデータの振幅の範囲）の上限値・下限値を基準にして再定義さ
れる。このようにして、高周波成分データＩＨについても、記憶部４８０に保存すべきデ
ータの量が低減される。
【０１２７】
　以上のように、画素電流データＩが記憶部４８０に保存される際、ＩＧＺＯ－ＴＦＴの
特性を考慮した圧縮処理が行われる。このため、復号後のデータに基づく画像表示の際に
表示不良を引き起こすことなく、保存すべき補償用データのデータ量を大幅に低減するこ
とができる。これにより、ＩＧＺＯ－ＴＦＴを用いた有機ＥＬ表示装置１において、補償
用データを格納するための記憶部（メモリ）の容量を従来よりも大幅に低減することが可
能となる。
【０１２８】
　＜１．８　変形例など＞
　＜１．８．１　高周波成分データの圧縮について＞
　高周波成分データＩＨの記憶部４８０への記録（保存）に関し、上述した第１の高周波
成分記録方法とは異なる手法（「第２の高周波成分記録方法」という。）について説明す
る。第２の高周波成分記録方法では、各画素について、記録が必要であるか否かを示す１
ビットのデータと、実際に記録が必要なデータとが順次に記憶部４８０に格納される。第
２の高周波成分記録方法は、例えば、高周波成分データＩＨのうち記録の必要なデータの
割合が或る一定値以上である場合に採用される。この第２の高周波成分記録方法によれば
、記録の必要なデータ毎に位置情報を付加する必要が無い。
【０１２９】
　ここで、水平画素数をＷとし、水平位置情報のビット数をＰとし、記録するデータのビ
ット数をＲとし、記録が必要なデータの割合をＫとすると、各色のデータの記録（保存）
に必要な記憶部４８０の容量は“Ｗ＋Ｗ×Ｒ×Ｋ”となる。“Ｋ＜１／Ｐ”であれば、第
２の高周波成分記録方法よりも第１の高周波成分記録方法の方が、データの記録のために
必要な容量が少なくなる。“Ｋ＞１／Ｐ”であれば、第１の高周波成分記録方法よりも第
２の高周波成分記録方法の方が、データの記録のために必要な容量が少なくなる。上述の
例では、“Ｐ＝１１”であるため、“Ｋ＞１／１１＝９．０９（％）”であれば、第２の
高周波成分記録方法を採用することで、更なるデータ量の低減（データの圧縮）が可能と
なる。
【０１３０】
　＜１．８．２　不感帯の幅およびサンプリング間隔について＞
　図２４は、高周波成分データＩＨを圧縮する際の不感帯の幅および低周波成分データＩ
Ｌを圧縮する際のサンプリング間隔を様々な値に変えて圧縮処理を行った比較結果を示す
図である。なお、図２４における間引き画素単位とはダウンサンプリング部４２６におけ
るサンプリング間隔のことを意味している（図２５，図２６においても同様）。上記第１
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の実施形態においては、“－３１”～“３１”の範囲が不感帯であって、ダウンサンプリ
ング部４２６におけるサンプリング間隔は“４”であった。このとき、全体での圧縮率は
約４０％であった。ここで、図２４より、“－６３”～“６３”の範囲あるいは“－１２
７”～“１２７”の範囲を不感帯とすることによって全体での圧縮率が約２６％となるこ
とが把握される。また、サンプリング間隔を大きくすると、保存対象の低周波成分データ
ＩＬが少なくなるので、圧縮率がより高められる。
【０１３１】
　＜１．８．３　第１の高周波成分記録方法と第２の高周波成分記録方法との比較＞
　図２５および図２６は、第１の高周波成分記録方法と第２の高周波成分記録方法とを比
較するための図である。図２５には、第１の高周波成分記録方法および第２の高周波成分
記録方法のそれぞれにおいて高周波成分データＩＨの抽出率が２０％であった場合の全体
での圧縮率と高周波成分データＩＨの抽出率が８％であった場合の全体での圧縮率を示し
ている。また、図２６には、高周波成分データＩＨの抽出率が２０％および８％である場
合における「“第１の高周波成分記録方法での圧縮率”と“第２の高周波成分記録方法で
の圧縮率”との比」を示している。
【０１３２】
　図２５および図２６より、高周波成分データＩＨの抽出率によって全体での圧縮率に大
きな違いが生じることが把握される。また、高周波成分データＩＨの抽出率が８％である
場合、第２の高周波成分記録方法での圧縮率よりも第１の高周波成分記録方法での圧縮率
の方が高くなっている。しかしながら、高周波成分データＩＨの抽出率が２０％である場
合、第２の高周波成分記録方法での圧縮率よりも第１の高周波成分記録方法での圧縮率の
方が低くなっている。このように、高周波成分データＩＨの抽出率が高い場合には、第２
の高周波成分記録方法を採用することによって、全体での圧縮率を高めることができる。
また、その際、低周波成分データのサンプリング間隔を大きくすることによって、圧縮率
を更に高めることができる。
【０１３３】
　以上より、表示パネルにおける輝度のばらつきが特に大きく、またメモリ容量を比較的
大きくすることが可能な場合には、第１の高周波成分記録方法よりも第２の高周波成分記
録方法の方が効果的にデータ圧縮が行われる。しかしながら、表示装置に搭載可能なメモ
リ容量や表示パネルにおける輝度のばらつきの程度に応じて第１の高周波成分記録方法お
よび第２の高周波成分記録方法のいずれかが選択されるようにしても良い。
【０１３４】
　＜２．第２の実施形態＞
　以下、上記第１の実施形態と異なる点についてのみ説明し、上記第１の実施形態と同様
の点については説明を省略する。なお、本実施形態および後述する第３の実施形態におい
ては、１９２０×１０８０個の画素を有する表示装置に関し、説明を簡単にするために、
用意されている記憶部（メモリ）４８０のうち、圧縮後の高周波成分データ用の記憶部が
２Ｍｂｉｔであると仮定する。なお、各画素のデータは６ｂｉｔであると仮定する。この
場合、圧縮前の画素電流データＩのデータ量Ｄ１は次のようになる。
 D1 = 6 × 1,920 × 1,080
    = 12,441,600bit (約11.87メガビット)
従って、約１７％の圧縮率が実現されなければならない。１行ずつ圧縮パラメータを制御
しながら圧縮処理が行われる場合、圧縮後の画素電流データＩについての１行当たりの平
均データ量Ｄ２を次のようにする必要がある。
 D2 = 2 × 1,024 × 1,024 / 1,080
    = 1,941bit
【０１３５】
　＜２．１　圧縮手法＞
　本実施形態においては、高周波成分データＩＨの圧縮方法が上記第１の実施形態とは異
なる。そこで、以下、本実施形態における高周波成分データＩＨの圧縮方法（以下、「不
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感帯手法」という。）について説明する。不感帯手法においては、不感帯の幅が圧縮パラ
メータＰに設定される。上述したように、不感帯の範囲内の値を持つ高周波成分データＩ
Ｈは削除される。このため、圧縮パラメータＰの範囲が大きくなるにつれて、圧縮率が高
くなり、圧縮後のデータ（圧縮済み高周波成分データＩＨｃ）のデータ量は小さくなる。
ここで、不感帯の範囲外の値を持つ高周波成分データＩＨを記憶部４８０に保存するため
に、１つのデータにつき１７ｂｉｔ（振幅の情報６ｂｉｔおよび水平位置情報１１ｂｉｔ
）が必要となる。従って、１行当たりの保存対象となる高周波成分データＩＨの平均デー
タ数Ｄ３は次のようになる。
 D3 = (2 × 1,024 × 1,024 / 1,080) / 17
    = 114個
【０１３６】
　ここで、「圧縮パラメータＰを“－３１”～“３１”として１行目の圧縮処理が行われ
、その際に不感帯の範囲外の値となった高周波成分データＩＨの数が“１３０”であった
」と仮定する。このとき、２行目以降の圧縮処理の際の１行当たりの保存対象となる高周
波成分データＩＨの平均データ数Ｄ４は次のようになる。
 D4 = ((2 × 1,024 × 1,024 - 17 × 130) / (1,080 - 1)) / 17
    = 114個
Ｄ４が“１１４”であるのに対し、１行目に関して不感帯の範囲外の値となった高周波成
分データＩＨの数が“１３０”である。２行目のデータの傾向が１行目のデータの傾向と
ほぼ同じであると仮定すると、圧縮パラメータＰの値を維持した場合には、目標とする保
存対象データ数よりも不感帯の範囲外の値となる高周波成分データＩＨ（実際に保存対象
となる高周波成分データＩＨ）の数の方が多くなる。このため、圧縮パラメータＰを“－
３２”～“３２”に更新（変更）してから２行目のデータについての圧縮処理が行われる
。なお、圧縮パラメータＰの更新（変更）はメモリコントローラ４８２（図１参照）によ
って行われる。
【０１３７】
　そして、２行目のデータについての圧縮処理の際に不感帯の範囲外の値となった高周波
成分データＩＨの数が“１２０”になったと仮定する。このとき、３行目以降の圧縮処理
の際の１行当たりの保存対象となる高周波成分データＩＨの平均データ数Ｄ５は次のよう
になる。
 D5 = ((2 × 1,024 × 1,024 - 17 × (130 + 120) / (1,080 - 2)) / 17
    = 114個
ここでも、目標とする保存対象データ数よりも不感帯の範囲外の値となる高周波成分デー
タＩＨ（実際に保存対象となる高周波成分データＩＨ）の数の方が多くなっている。従っ
て、圧縮パラメータＰを“－３３”～“３３”に更新してから３行目のデータについての
圧縮処理が行われる。
【０１３８】
　さらに、３行目のデータについての圧縮処理の際に不感帯の範囲外の値となった高周波
成分データＩＨの数が“１００”になったと仮定する。このとき、４行目以降の圧縮処理
の際の１行当たりの保存対象となる高周波成分データＩＨの平均データ数Ｄ６は次のよう
になる。
 D6 = ((2 × 1,024 × 1,024 - 17 × (130 + 120 + 100) / (1,080 - 3)) / 17
    = 114個
ここでは、目標とする保存対象データ数よりも不感帯の範囲外の値となる高周波成分デー
タＩＨ（実際に保存対象となる高周波成分データＩＨ）の数の方が少なくなっている。従
って、圧縮パラメータＰを“－３２”～“３２”に更新してから４行目のデータについて
の圧縮処理が行われる。
【０１３９】
　以上のような処理を繰り返しつつ高周波成分データＩＨの圧縮が行われる。すなわち、
本実施形態においては、高周波信号圧縮処理部４２７は、１行分の画素回路５１に対応す
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る高周波成分データＩＨ毎にデータの圧縮を行う。高周波成分データＩＨのうちの高振幅
のデータの再定義が行われる際の基準となる不感帯の範囲（振幅の上限値および下限値）
は、各行の画素回路５１に対応する高周波成分データＩＨの圧縮が行われる際に、既にデ
ータの圧縮が行われている行についての圧縮後のデータ量や記憶部４８０の容量などを考
慮して求められる。これにより、圧縮後の画素電流データＩが記憶部４８０に正常に保存
されるように、圧縮データのデータ量が削減される。なお、本実施形態においては、圧縮
パラメータＰの値は１刻みで更新されているが、本発明はこれに限定されない。例えば、
不感帯の範囲外の値となるデータの数が目標とする保存対象データ数とは大きく異なる場
合に圧縮パラメータＰの値を大きく変動させるようにしても良い。また、例えば、不感帯
の範囲外の値となるデータの数が目標とする保存対象データ数にほぼ等しい場合に圧縮パ
ラメータＰの値をそのまま維持するようにしても良い。
【０１４０】
　＜２．２　効果＞
　表示装置での画像表示に関し、初期状態では輝度のばらつきがある程度の領域内におさ
まっていたとしても、時間の経過とともに輝度のばらつきが徐々に大きくなることが起こ
り得る。この点、本実施形態によれば、記憶部４８０の残容量を考慮しつつ圧縮パラメー
タＰの値が決定されるので、パネルにおける輝度のばらつきが時間の経過とともに変化す
る場合にも、圧縮データのデータ量を所定容量以下にすることができる。
【０１４１】
　＜３．第３の実施形態＞
　＜３．１　圧縮手法＞
　本実施形態においては、高周波成分データＩＨの圧縮方法が上記第１の実施形態とは異
なる。そこで、以下、本実施形態における高周波成分データＩＨの圧縮方法（以下、「再
量子化手法」という。）について説明する。再量子化手法においては、再量子化前にデー
タ（高周波成分データＩＨ）と所定の係数との乗算が行われ、その乗算用の係数の値が圧
縮パラメータＰに設定される。圧縮パラメータＰの値が小さくなるにつれて、乗算によっ
て得られるデータの値は“０”に近づき、Ｈｕｆｆｍａｎ符号長が短くなる。これにより
、圧縮率が高くなり、圧縮後のデータ（圧縮済み高周波成分データＩＨｃ）のデータ量は
小さくなる。以下、具体例を挙げて詳しく説明する。
【０１４２】
　図２７は、高周波成分データＩＨの再量子化について説明するための図である。図２７
には、高周波成分データＩＨを５ビットのデータに再量子化する例を示している。本実施
形態においては、画素電流データＩから抽出された高周波成分データＩＨに関し、絶対値
の小さいデータについては粗く量子化が行われ、絶対値の大きいデータについては細かく
量子化が行われる。図２７に示す例では、例えば、“－１５”～“１５”の範囲内のデー
タは“０”に量子化され、“１６”～“３１”の範囲内のデータは“１”に量子化され、
“－６３”～“－３２”の範囲内のデータは“－５”～“－２”に量子化される。“－６
３”～“－３２”の範囲内のデータについて詳しく説明すると、“－６３”～“－５６”
の範囲内のデータは“－５”に量子化され、“－５５”～“－４８”の範囲内のデータは
“－４”に量子化され、“－４７”～“－４０”の範囲内のデータは“－３”に量子化さ
れ、“－３９”～“－３２”の範囲内のデータは“－２”に量子化される。
【０１４３】
　以上のように、“－１０３”～“１０３”の範囲内の高周波成分データＩＨが５ビット
で表現される。なお、レベル（高周波成分データＩＨの値）が小さいほどデータレンジの
幅（「“－１５”～“１５”」，「“１６”～“３１”」など）に対する量子化幅（「３
１刻み」，「１６刻み」など）を大きくしている理由は、次のとおりである。高周波成分
データＩＨの分布は概して正規関数に近い。従って、一定の範囲内のデータに対しては階
調補償が行われても電流のばらつきを補償する効果が相対的に小さくなる。このため、デ
ータの圧縮率とばらつきを補償する効果との関係を考慮して、全範囲で量子化の粗さを均
等にするよりも高周波成分データＩＨの分布に応じて量子化幅を調整する方が、効率的に
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量子化が行われる。以上より、圧縮パラメータＰの値（係数の値）については、データレ
ンジ毎に設定されることが好ましい。なお、以下においては、説明を簡単にするため、全
てのデータレンジに対して圧縮パラメータＰ（係数）は同じ値に設定されているものとす
る。
【０１４４】
　図２８は、Ｈｕｆｆｍａｎ符号化テーブルの一例を示す図である。本実施形態において
は、例えば図１５に示すような高周波成分データＩＨを５ビットのデータ（詳しくは“－
１５”～“１５”の３１レベルのデータ）（図２７参照）に再量子化した結果について、
Ｈｕｆｆｍａｎ符号化テーブルに従ったデータの置き換えが順次に行われる。例えば、図
２７によれば、“－６０”の値を持つデータは“－５”に再量子化される。そして、図２
８によれば、“－５”は“１１０１１１”に符号化される。また、例えば、図２７によれ
ば、“１０”の値を持つデータは“０”に再量子化される。そして、図２８によれば、“
０”は“０”に符号化される。
【０１４５】
　ここで、「圧縮パラメータＰを“１０／１６”として１行目についての再量子化を含む
圧縮処理が行われ、その結果、１行分のＨｕｆｆｍａｎ符号化データのビット数が“１７
００”になった」と仮定する。このとき、２行目以降の圧縮処理の際の１行当たりの保存
対象となる高周波成分データＩＨの平均ビット数Ｄ７は次のようになる。
 D7 = (2 × 1,024 × 1,024 - 1,700) / (1,080 - 1)
    = 1,942
Ｄ７が“１９４２”であるのに対し、１行目についてのＨｕｆｆｍａｎ符号化データのビ
ット数が“１７００”である。２行目のデータの傾向が１行目のデータの傾向とほぼ同じ
であると仮定すると、圧縮パラメータＰの値を維持した場合には、保存対象データの実際
のビット数は、保存対象データの目標とするビット数よりも少なくなる。このため、圧縮
パラメータＰを“１１／１６”に更新してから２行目のデータについての圧縮処理が行わ
れる。
【０１４６】
　そして、２行目のデータについての圧縮処理の際に１行分のＨｕｆｆｍａｎ符号化デー
タのビット数が“１９５０”になったと仮定する。このとき、３行目以降の圧縮処理の際
の１行当たりの保存対象となる高周波成分データＩＨの平均ビット数Ｄ８は次のようにな
る。
 D8 = (2 × 1,024 × 1,024 - (1,700 + 1,950)) / (1,080 - 2)
    = 1,942
ここでは、保存対象データの実際のビット数は、保存対象データの目標とするビット数に
比較的近い値となっている。従って、圧縮パラメータＰを更新することなく３行目のデー
タについての圧縮処理が行われる。
【０１４７】
　さらに、３行目のデータについての圧縮処理の際に１行分のＨｕｆｆｍａｎ符号化デー
タのビット数が“２０００”になったと仮定する。このとき、４行目以降の圧縮処理の際
の１行当たりの保存対象となる高周波成分データＩＨの平均ビット数Ｄ９は次のようにな
る。
 D9 = (2 × 1,024 × 1,024 - (1,700 + 1,950 +2,000)) / (1,080 - 3)
    = 1,941
ここでは、保存対象データの実際のビット数は、保存対象データの目標とするビット数よ
りも大きくなっている。従って、圧縮パラメータＰを“１０／１６”に更新してから４行
目のデータについての圧縮処理が行われる。
【０１４８】
　以上のような処理を繰り返しつつ高周波成分データＩＨの圧縮が行われる。すなわち、
本実施形態においては、高周波信号圧縮処理部４２７は、１行分の画素回路５１に対応す
る高周波成分データＩＨ毎に再量子化およびハフマン符号化を含む圧縮処理を行う。再量
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子化が行われる前には、再量子化対象の高周波成分データＩＨの値に係数（パラメータ値
）を乗ずる処理が行われる。その係数は、各行の画素回路５１に対応する高周波成分デー
タＩＨに対して再量子化が行われる際に、既に再量子化およびハフマン符号化が行われて
いる行についてのハフマン符号化後のデータ量や記憶部４８０の容量などを考慮して求め
られる。これにより、圧縮後の画素電流データＩが記憶部４８０に正常に保存されるよう
に、圧縮データのデータ量が削減される。なお、ここでは高周波成分データＩＨに対して
再量子化が行われる例を説明したが、低周波成分データＩＬに対して再量子化が行われる
ようにしても良い。
【０１４９】
　＜３．２　効果＞
　表示装置での画像表示に関し、初期状態では輝度のばらつきがある程度の領域内におさ
まっていたとしても、時間の経過とともに輝度のばらつきが徐々に大きくなることが起こ
り得る。この点、本実施形態によれば、記憶部４８０の残容量を考慮しつつ再量子化を含
む圧縮処理の際の圧縮パラメータＰの値が決定されるので、パネルにおける輝度のばらつ
きが時間の経過とともに変化する場合にも、圧縮データのデータ量を所定容量以下にする
ことができる。
【０１５０】
　＜４．第４の実施形態＞
　＜４．１　サンプリング間隔の調整＞
　本実施形態においては、補償用データを保持するための記憶部４８０の容量に制限があ
り、電流測定部２２によって取得された画素電流データＩに２５％の圧縮率で圧縮が施さ
れなければならないものと仮定する。なお、低周波成分データＩＬについては上記第１の
実施形態と同様にサンプリングによる圧縮が行われ、高周波成分データＩＨについては上
記第３の実施形態と同様に再量子化による圧縮が行われることを前提としている。
【０１５１】
　Ｈｕｆｆｍａｎ符号化テーブルを用いた場合、全体でのデータの圧縮率Ｋと高周波成分
データＩＨのＨｕｆｆｍａｎ平均符号長Ｈとの間には次式（１２）が成立する。
【数９】

ここで、Ｍは１つの画素電流データＩのビット数を表し、Ｎは低周波成分データＩＬを圧
縮する際のサンプリング間隔を表す。
【０１５２】
　上式（１２）において、目標とする圧縮率Ｋは２５％であって、Ｈｕｆｆｍａｎ平均符
号長Ｈは必ず１以上の値となる（図２８参照）。そうすると、例えば“Ｍ＝１０”のとき
、Ｎは７以上の値となる。すなわち、“Ｍ＝１０”であれば、低周波成分データＩＬを圧
縮する際、データのサンプリングは７個以上の画素毎に行われなければならない。
【０１５３】
　ここで、一連のデータ圧縮過程において、全行分の高周波成分データＩＨのＨｕｆｆｍ
ａｎ平均符号長Ｈａが“１．３５”であり、低周波成分データＩＬのサンプリング間隔Ｎ
が“７”であったと仮定する。上式（１２）において、“Ｍ＝１０”，“Ｎ＝７”，およ
び“Ｋ＝２５”を代入すると、“Ｈ＝１．０７”となる。すなわち、“Ｎ＝７”のときに
要求されるＨｕｆｆｍａｎ平均符号長Ｈは、上述した全行分の高周波成分データＩＨのＨ
ｕｆｆｍａｎ平均符号長Ｈａよりも小さい。従って、全画素分の画素電流データＩ（測定
データ）に対して２５％の圧縮率での圧縮は行われない。
【０１５４】
　そこで、“Ｎ＝８”という仮の設定が行われ、“Ｎ＝８”のときに要求されるＨｕｆｆ
ｍａｎ平均符号長Ｈが上記Ｈａよりも大きくなるか否かの判定が行われる。上式（１２）
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において、“Ｍ＝１０”，“Ｎ＝８”，および“Ｋ＝２５”を代入すると、“Ｈ＝１．２
５”となる。“Ｈ＜Ｈａ”であるので、この場合にも全画素分の画素電流データＩ（測定
データ）に対して２５％の圧縮率での圧縮は行われない。このため、さらに“Ｎ＝９”と
いう仮の設定が行われ、上記と同様にしてＨとＨａとの比較が行われる。“Ｎ＝９”のと
き、“Ｈ＝１．３９”となる。“Ｈ＞Ｈａ”であるので、圧縮率を２５％以下にすること
ができる。従って、次回以降の処理において、低周波成分データＩＬを圧縮する際のサン
プリング間隔が“９”に設定される。
【０１５５】
　ところで、低周波成分データＩＬのサンプリング間隔Ｎを変化させる構成の場合、画素
電流データＩから低周波成分データＩＬを抽出するために用いられるローパスフィルタ４
２１のフィルタ係数がＮの値に応じて変えられる必要がある。この点に関し、どの高さの
周波数成分までを低周波成分データＩＬとして許容するかによってフィルタ係数の適用範
囲を限定するようにしても良い。
【０１５６】
　なお、低周波成分データＩＬのサンプリング間隔Ｎを大きくすると、低周波成分データ
ＩＬの分布がいくらか変化し、また、サンプリング間隔Ｎを大きくする前に低周波成分デ
ータＩＬに含まれていたデータの一部が高周波成分データＩＨに移行する。これにより、
高周波成分データＩＨの数が増加する。しかしながら、データレベルの分布はほとんど変
化しないため、上述の再量子化によるＨｕｆｆｍａｎ平均符号長の変化は小さい。
【０１５７】
　＜４．２　効果＞
　表示装置での画像表示に関し、初期状態では輝度のばらつきがある程度の領域内におさ
まっていたとしても、時間の経過とともに輝度のばらつきが徐々に大きくなることが起こ
り得る。この点、本実施形態においては、ダウンサンプリング部４２６は、記憶部４８０
の容量を考慮して求められる目標とする圧縮率が得られるように、低周波成分データＩＬ
を構成するデータ群の中から記憶部４８０への保存対象とするデータを抽出する際のサン
プリング間隔Ｎを算出する。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時間の経過とと
もに変化する場合にも、圧縮データのデータ量を所定容量以下にすることができる。
【０１５８】
　＜５．その他＞
　本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
で種々変形して実施することができる。例えば、高周波成分データＩＨあるいは低周波成
分データＩＬを圧縮する具体的な方法については、上記各実施形態で説明した方法には限
定されない。
【符号の説明】
【０１５９】
　１…有機ＥＬ表示装置
　１０…タイミングコントローラ
　２０…ソースドライバ
　２１…データ電圧供給部
　２２…電流測定部
　３０…ゲートドライバ
　４０…階調信号補正回路
　４２…データ圧縮部
　４４…データ復号部
　４６…階調値補正部
　５０…表示部
　５１…画素回路
　５２…ＯＬＥＤ（電気光学素子）
　４２０…電流データ分離部
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　４２１…ローパスフィルタ
　４２２…第１演算部
　４２５…低周波信号圧縮処理部
　４２６…ダウンサンプリング部
　４２７…高周波信号圧縮処理部
　４４３…ポストフィルタ・アップサンプリング部
　４４４…高周波信号復号処理部
　４６０…第１の特性算出部
　４６２…第２の特性算出部
　４６４…駆動用階調値算出部
　４８０…記憶部
　４８２…メモリコントローラ
　Ｉ…画素電流データ
　ＩＨ…高周波成分データ
　ＩＬ…低周波成分データ
　ＩＨｃ…圧縮済み高周波成分データ
　ＩＬｃ…圧縮済み低周波成分データ
　Ｉｄ…復号済み画素電流データ
　ＩＨｄ…復号済み高周波成分データ
　ＩＬｄ…復号済み低周波成分データ
　Ｖａ…階調信号
　ＶＤ…駆動用階調信号

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置であ
って、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
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る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データおよび前記高振幅データのうち前記高振幅データのみを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする、表示装置。
【請求項２】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記所定幅の振幅の上限値および下限値を基準に
して前記高振幅データの再定義を行い、再定義後の高振幅データを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
にデータの圧縮を行い、
　前記高振幅データの再定義が行われる際の基準となる振幅の上限値および下限値は、各
行の画素回路に対応する高周波成分データの圧縮が行われる際に、既にデータの圧縮が行
われている行についての圧縮後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められるこ
とを特徴とする、請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置であ
って、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データについては比較的粗く量子化を行い、前記高振幅データについては比較的細か
く量子化を行い、量子化によって得られたデータを前記記憶部に保存することを特徴とす
る、表示装置。
【請求項５】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置であ
って、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
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でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データに対して再量子化を行い、
再量子化によって得られたデータに対してハフマン符号化を行うことによって、前記高周
波成分データを圧縮することを特徴とする、表示装置。
【請求項６】
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
に再量子化およびハフマン符号化を行い、
　再量子化が行われる前に、再量子化対象の高周波成分データの値にパラメータ値を乗ず
る処理が行われ、
　前記パラメータ値は、各行の画素回路に対応する高周波成分データに対して再量子化が
行われる際に、既に再量子化およびハフマン符号化が行われている行についてのハフマン
符号化後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められることを特徴とする、請求
項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置であ
って、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と、
　各画素回路に対応する階調値を示す階調信号を受け取り、前記駆動トランジスタの駆動
に供される駆動用階調信号を前記階調信号の階調値を補正することによって生成する階調
値補正部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記電流測定部は、各画素回路につき少なくとも２つの階調値に対応する駆動電流を測
定し、
　前記階調値補正部は、
　　前記電流測定部から出力される、各画素回路についての前記少なくとも２つの階調値
に対応する電流データに基づいて、各画素回路における駆動電流の測定時点の電流電圧特
性である測定電流電圧特性を求める第１の特性算出部と、
　　各画素回路における目標とする電流電圧特性である目標電流電圧特性を、当該画素回
路を含む複数の画素回路についての前記少なくとも２つの階調値に対応する電流データに
基づいて求める第２の特性算出部と、
　　前記目標電流電圧特性から求められる、前記階調信号の階調値に対応する電流値と、
前記測定電流電圧特性から求められる、前記駆動用階調信号の階調値に対応する電流値と
が等しくなるように、前記駆動用階調信号の階調値を求める駆動用階調値算出部と
を有することを特徴とする、表示装置。
【請求項８】
　前記第１の特性算出部は、前記測定電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換し、
　前記第２の特性算出部は、前記目標電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換することを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
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【請求項９】
　前記高周波成分データ圧縮処理部および前記低周波成分データ圧縮処理部の少なくとも
一方は、再量子化を行うことによってデータを圧縮することを特徴とする、請求項７に記
載の表示装置。
【請求項１０】
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと
を有することを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記高周波成分除去フィルタを通過した前記低周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記高周波成分データを求める高周波成分演算部と
を有することを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと、
　　前記低周波成分除去フィルタを通過した前記高周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記低周波成分データを求める低周波成分演算部と
を有することを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記低周波成分データを構成するデータ群の中か
ら前記記憶部への保存対象とするデータを所定数の画素回路毎に抽出することを特徴とす
る、請求項１から９までのいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記記憶部の容量を考慮して求められる目標とす
る圧縮率が得られるように、前記低周波成分データを構成するデータ群の中から前記記憶
部への保存対象とするデータを抽出する際の抽出間隔を算出することを特徴とする、請求
項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記酸化物半導体は、インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および
酸素（О）を主成分とする酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする、請求項
１から９までのいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１６】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置にお
けるデータ処理方法であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定ステップと、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離ス
テップと、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の高周波成分データと前記低周波
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成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の低周波成分データとを所定の記憶部に保存す
る保存ステップと
を含み、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップと前記低周波成分データ圧縮処理ステップとで
は異なる手法でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップでは、前記高周波成分データが所定幅以下の振
幅を有する低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離さ
れ、
　前記保存ステップでは、前記高周波成分データに関し、前記低振幅データおよび前記高
振幅データのうち前記高振幅データのみが前記記憶部に保存されることを特徴とする、デ
ータ処理方法。
【請求項１７】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素子に供給すべき電流を制
御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネル層が形成されたトラン
ジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素回路を含む表示装置にお
けるデータ処理方法であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定ステップと、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離ス
テップと、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の高周波成分データと前記低周波
成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の低周波成分データとを所定の記憶部に保存す
る保存ステップと、
　各画素回路に対応する階調値を示す階調信号を受け取り、前記駆動トランジスタの駆動
に供される駆動用階調信号を前記階調信号の階調値を補正することによって生成する階調
値補正ステップと
を含み、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップと前記低周波成分データ圧縮処理ステップとで
は異なる手法でデータの圧縮が行われ、
　前記電流測定ステップでは、各画素回路につき少なくとも２つの階調値に対応する駆動
電流が測定され、
　前記階調値補正ステップは、
　　前記電流測定ステップで出力される、各画素回路についての前記少なくとも２つの階
調値に対応する電流データに基づいて、各画素回路における駆動電流の測定時点の電流電
圧特性である測定電流電圧特性を求める第１の特性算出ステップと、
　　各画素回路における目標とする電流電圧特性である目標電流電圧特性を、当該画素回
路を含む複数の画素回路についての前記少なくとも２つの階調値に対応する電流データに
基づいて求める第２の特性算出ステップと、
　　前記目標電流電圧特性から求められる、前記階調信号の階調値に対応する電流値と、
前記測定電流電圧特性から求められる、前記駆動用階調信号の階調値に対応する電流値と
が等しくなるように、前記駆動用階調信号の階調値を求める駆動用階調値算出ステップと
を含むことを特徴とする、データ処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　本発明の第１の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素
子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素
回路を含む表示装置であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データおよび前記高振幅データのうち前記高振幅データのみを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の第２の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記所定幅の振幅の上限値および下限値を基準に
して前記高振幅データの再定義を行い、再定義後の高振幅データを前記記憶部に保存する
ことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の第３の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
にデータの圧縮を行い、
　前記高振幅データの再定義が行われる際の基準となる振幅の上限値および下限値は、各
行の画素回路に対応する高周波成分データの圧縮が行われる際に、既にデータの圧縮が行
われている行についての圧縮後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められるこ
とを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の第４の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素
子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネ
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ル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素
回路を含む表示装置であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データを所定幅以下の振幅を有す
る低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離し、前記低
振幅データについては比較的粗く量子化を行い、前記高振幅データについては比較的細か
く量子化を行い、量子化によって得られたデータを前記記憶部に保存することを特徴とす
る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の第５の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素
子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素
回路を含む表示装置であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、前記高周波成分データに対して再量子化を行い、
再量子化によって得られたデータに対してハフマン符号化を行うことによって、前記高周
波成分データを圧縮することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の第６の局面は、本発明の第５の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部は、１行分の画素回路に対応する高周波成分データ毎
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に再量子化およびハフマン符号化を行い、
　再量子化が行われる前に、再量子化対象の高周波成分データの値にパラメータ値を乗ず
る処理が行われ、
　前記パラメータ値は、各行の画素回路に対応する高周波成分データに対して再量子化が
行われる際に、既に再量子化およびハフマン符号化が行われている行についてのハフマン
符号化後のデータ量と前記記憶部の容量とに基づいて求められることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の第７の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学素
子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画素
回路を含む表示装置であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定部と、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離部
と、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理部と、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理部と、
　前記高周波成分データ圧縮処理部による圧縮後の高周波成分データと前記低周波成分デ
ータ圧縮処理部による圧縮後の低周波成分データとを保存するための記憶部と、
　各画素回路に対応する階調値を示す階調信号を受け取り、前記駆動トランジスタの駆動
に供される駆動用階調信号を前記階調信号の階調値を補正することによって生成する階調
値補正部と
を備え、
　前記高周波成分データ圧縮処理部と前記低周波成分データ圧縮処理部とでは異なる手法
でデータの圧縮が行われ、
　前記電流測定部は、各画素回路につき少なくとも２つの階調値に対応する駆動電流を測
定し、
　前記階調値補正部は、
　　前記電流測定部から出力される、各画素回路についての前記少なくとも２つの階調値
に対応する電流データに基づいて、各画素回路における駆動電流の測定時点の電流電圧特
性である測定電流電圧特性を求める第１の特性算出部と、
　　各画素回路における目標とする電流電圧特性である目標電流電圧特性を、当該画素回
路を含む複数の画素回路についての前記少なくとも２つの階調値に対応する電流データに
基づいて求める第２の特性算出部と、
　　前記目標電流電圧特性から求められる、前記階調信号の階調値に対応する電流値と、
前記測定電流電圧特性から求められる、前記駆動用階調信号の階調値に対応する電流値と
が等しくなるように、前記駆動用階調信号の階調値を求める駆動用階調値算出部と
を有することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の第８の局面は、本発明の第７の局面において、
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　前記第１の特性算出部は、前記測定電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換し、
　前記第２の特性算出部は、前記目標電流電圧特性を表す関数を非線形の関数から線形の
関数に変換することを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明の第９の局面は、本発明の第７の局面において、
　前記高周波成分データ圧縮処理部および前記低周波成分データ圧縮処理部の少なくとも
一方は、再量子化を行うことによってデータを圧縮することを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明の第１０の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと
を有することを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明の第１１の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記低周波成分データを通過させて前記高周波成分データを除
去する高周波成分除去フィルタと、
　　前記高周波成分除去フィルタを通過した前記低周波成分データと前記電流データとの
差分に基づいて前記高周波成分データを求める高周波成分演算部と
を有することを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明の第１２の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記電流データ分離部は、
　　前記電流データのうち前記高周波成分データを通過させて前記低周波成分データを除
去する低周波成分除去フィルタと、
　　前記低周波成分除去フィルタを通過した前記高周波成分データと前記電流データとの
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差分に基づいて前記低周波成分データを求める低周波成分演算部と
を有することを特徴とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の第１３の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記低周波成分データを構成するデータ群の中か
ら前記記憶部への保存対象とするデータを所定数の画素回路毎に抽出することを特徴とす
る。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本発明の第１４の局面は、本発明の第１３の局面において、
　前記低周波成分データ圧縮処理部は、前記記憶部の容量を考慮して求められる目標とす
る圧縮率が得られるように、前記低周波成分データを構成するデータ群の中から前記記憶
部への保存対象とするデータを抽出する際の抽出間隔を算出することを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明の第１５の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記酸化物半導体は、インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および
酸素（О）を主成分とする酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　本発明の第１６の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学
素子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャ
ネル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画
素回路を含む表示装置におけるデータ処理方法であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定ステップと、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離ス
テップと、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の高周波成分データと前記低周波
成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の低周波成分データとを所定の記憶部に保存す
る保存ステップと
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を含み、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップと前記低周波成分データ圧縮処理ステップとで
は異なる手法でデータの圧縮が行われ、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップでは、前記高周波成分データが所定幅以下の振
幅を有する低振幅データと前記所定幅よりも大きな振幅を有する高振幅データとに分離さ
れ、
　前記保存ステップでは、前記高周波成分データに関し、前記低振幅データおよび前記高
振幅データのうち前記高振幅データのみが前記記憶部に保存されることを特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　本発明の第１７の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子と前記電気光学
素子に供給すべき電流を制御するためのトランジスタであって酸化物半導体によってチャ
ネル層が形成されたトランジスタである駆動トランジスタとをそれぞれが有する複数の画
素回路を含む表示装置におけるデータ処理方法であって、
　各画素回路に含まれる前記駆動トランジスタの駆動電流を測定して当該駆動電流の値を
電流データとして出力する電流測定ステップと、
　前記電流データを高周波成分データと低周波成分データとに分離する電流データ分離ス
テップと、
　前記高周波成分データを圧縮する高周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記低周波成分データを圧縮する低周波成分データ圧縮処理ステップと、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の高周波成分データと前記低周波
成分データ圧縮処理ステップによる圧縮後の低周波成分データとを所定の記憶部に保存す
る保存ステップと、
　各画素回路に対応する階調値を示す階調信号を受け取り、前記駆動トランジスタの駆動
に供される駆動用階調信号を前記階調信号の階調値を補正することによって生成する階調
値補正ステップと
を含み、
　前記高周波成分データ圧縮処理ステップと前記低周波成分データ圧縮処理ステップとで
は異なる手法でデータの圧縮が行われ、
　前記電流測定ステップでは、各画素回路につき少なくとも２つの階調値に対応する駆動
電流が測定され、
　前記階調値補正ステップは、
　　前記電流測定ステップで出力される、各画素回路についての前記少なくとも２つの階
調値に対応する電流データに基づいて、各画素回路における駆動電流の測定時点の電流電
圧特性である測定電流電圧特性を求める第１の特性算出ステップと、
　　各画素回路における目標とする電流電圧特性である目標電流電圧特性を、当該画素回
路を含む複数の画素回路についての前記少なくとも２つの階調値に対応する電流データに
基づいて求める第２の特性算出ステップと、
　　前記目標電流電圧特性から求められる、前記階調信号の階調値に対応する電流値と、
前記測定電流電圧特性から求められる、前記駆動用階調信号の階調値に対応する電流値と
が等しくなるように、前記駆動用階調信号の階調値を求める駆動用階調値算出ステップと
を含むことを特徴とする。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２９】
　本発明の第１の局面によれば、電流によって輝度が制御される電気光学素子を表示素子
として採用している表示装置（典型的には有機ＥＬ表示装置）において、「駆動トランジ
スタの特性のばらつきや電気光学素子の経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のばらつ
きの発生」を抑制するために取得される補償用データとしての電流データは、以下のよう
に処理される。まず、電流データは、高周波成分データと低周波成分データとに分離され
る。そして、高周波成分データおよび低周波成分データについて、それぞれ異なる手法で
データの圧縮が行われる。ここで、駆動トランジスタには、酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタ（酸化物トランジスタ）が採用されている。酸化物トラン
ジスタは特性のばらつきが小さいところ、本発明によれば、そのことを考慮して高周波成
分データのデータ量と低周波成分データのデータ量とを削減することができる。以上より
、補償用データとしての電流データを記憶部に保存する際に、酸化物半導体の特性を考慮
した圧縮処理を行うことが可能となる。このため、復号後のデータに基づく画像表示の際
に表示不良を引き起こすことなく、保存すべき電流データのデータ量を効果的に低減する
ことができる。また、高周波成分データのうちの低振幅データは記憶部への保存対象とは
ならない。このため、記憶部に保存すべき補償用データのデータ量が効果的に低減される
。以上より、酸化物トランジスタを用いた有機ＥＬ表示装置等の表示装置において、補償
用データ（電流データ）を格納するための記憶部（メモリ）の容量を効果的に低減するこ
とが可能となる。
　本発明の第２の局面によれば、高周波成分データのうちの高振幅データは、データ量が
小さくなるように再定義された後に記憶部に保存される。このため、補償用データを格納
するための記憶部の容量をより効果的に低減することが可能となる。
　本発明の第３の局面によれば、記憶部の容量を考慮して、高振幅データと低振幅データ
の境界の振幅値が決定される。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時間の経過と
ともに変化する場合にも、圧縮後のデータを確実に記憶部に保存することが可能となる。
　本発明の第４の局面によれば、電流によって輝度が制御される電気光学素子を表示素子
として採用している表示装置（典型的には有機ＥＬ表示装置）において、「駆動トランジ
スタの特性のばらつきや電気光学素子の経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のばらつ
きの発生」を抑制するために取得される補償用データとしての電流データは、以下のよう
に処理される。まず、電流データは、高周波成分データと低周波成分データとに分離され
る。そして、高周波成分データおよび低周波成分データについて、それぞれ異なる手法で
データの圧縮が行われる。ここで、駆動トランジスタには、酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタ（酸化物トランジスタ）が採用されている。酸化物トラン
ジスタは特性のばらつきが小さいところ、本発明によれば、そのことを考慮して高周波成
分データのデータ量が削減される。以上のように、補償用データとしての電流データを記
憶部に保存する際に酸化物半導体の特性を考慮した圧縮処理が行われる。このため、復号
後のデータに基づく画像表示の際に表示不良を引き起こすことなく、保存すべき電流デー
タのデータ量を効果的に低減することができる。これにより、酸化物トランジスタを用い
た有機ＥＬ表示装置等の表示装置において、補償用データ（電流データ）を格納するため
の記憶部（メモリ）の容量を効果的に低減することが可能となる。
　本発明の第５の局面によれば、電流によって輝度が制御される電気光学素子を表示素子
として採用している表示装置（典型的には有機ＥＬ表示装置）において、「駆動トランジ
スタの特性のばらつきや電気光学素子の経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のばらつ
きの発生」を抑制するために取得される補償用データとしての電流データは、以下のよう
に処理される。まず、電流データは、高周波成分データと低周波成分データとに分離され
る。そして、高周波成分データおよび低周波成分データについて、それぞれ異なる手法で
データの圧縮が行われる。ここで、駆動トランジスタには、酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタ（酸化物トランジスタ）が採用されている。酸化物トラン
ジスタは特性のばらつきが小さいところ、本発明によれば、そのことを考慮して高周波成
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分データのデータ量と低周波成分データのデータ量とを削減することができる。特に、高
周波成分データのデータ量が効果的に低減される。以上より、補償用データとしての電流
データを記憶部に保存する際に、酸化物半導体の特性を考慮した圧縮処理を行うことが可
能となる。このため、復号後のデータに基づく画像表示の際に表示不良を引き起こすこと
なく、保存すべき電流データのデータ量を効果的に低減することができる。これにより、
酸化物トランジスタを用いた有機ＥＬ表示装置等の表示装置において、補償用データ（電
流データ）を格納するための記憶部（メモリ）の容量を効果的に低減することが可能とな
る。
　本発明の第６の局面によれば、記憶部の容量を考慮して、高周波成分データの圧縮が行
われる際のパラメータ値が決定される。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時間
の経過とともに変化する場合にも、圧縮後のデータを確実に記憶部に保存することが可能
となる。
　本発明の第７の局面によれば、電流によって輝度が制御される電気光学素子を表示素子
として採用している表示装置（典型的には有機ＥＬ表示装置）において、「駆動トランジ
スタの特性のばらつきや電気光学素子の経時劣化」に起因する「焼き付きや輝度のばらつ
きの発生」を抑制するために取得される補償用データとしての電流データは、以下のよう
に処理される。まず、電流データは、高周波成分データと低周波成分データとに分離され
る。そして、高周波成分データおよび低周波成分データについて、それぞれ異なる手法で
データの圧縮が行われる。ここで、駆動トランジスタには、酸化物半導体によってチャネ
ル層が形成されたトランジスタ（酸化物トランジスタ）が採用されている。酸化物トラン
ジスタは特性のばらつきが小さいところ、本発明によれば、そのことを考慮して高周波成
分データのデータ量と低周波成分データのデータ量とを削減することができる。以上より
、補償用データとしての電流データを記憶部に保存する際に、酸化物半導体の特性を考慮
した圧縮処理を行うことが可能となる。このため、復号後のデータに基づく画像表示の際
に表示不良を引き起こすことなく、保存すべき電流データのデータ量を効果的に低減する
ことができる。これにより、酸化物トランジスタを用いた有機ＥＬ表示装置等の表示装置
において、補償用データ（電流データ）を格納するための記憶部（メモリ）の容量を効果
的に低減することが可能となる。また、各画素回路の電流電圧特性に基づいて、階調値の
補正が行われる。このため、駆動トランジスタの特性のばらつきや電気光学素子の経時劣
化に起因する焼き付きや輝度のばらつきの発生が抑制される。
　本発明の第８の局面によれば、階調値を補正する処理の際に、電流電圧特性を表す関数
として線形の関数が用いられる。このため、階調値を補正する回路の実現が容易となる。
　本発明の第９の局面によれば、記憶部に保存すべき高周波成分データのデータ量および
記憶部に保存すべき高周波成分データのデータ量の少なくとも一方が効果的に低減される
。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　本発明の第１０の局面によれば、高周波成分除去フィルタと低周波成分除去フィルタと
を備えた構成において、本発明の第１から第９までのいずれかの局面と同様の効果が得ら
れる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
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　本発明の第１１の局面によれば、高周波成分除去フィルタを備えた構成において、本発
明の第１から第９までのいずれかの局面と同様の効果が得られる。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　本発明の第１２の局面によれば、低周波成分除去フィルタを備えた構成において、本発
明の第１から第９までのいずれかの局面と同様の効果が得られる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　本発明の第１３の局面によれば、低周波成分データについては、サンプリングによるデ
ータの抽出が行われる。このため、低周波成分データのデータ量や記憶部の容量を考慮し
つつサンプリング間隔を適宜に設定することにより、補償用データを格納するための記憶
部の容量をより効果的に低減することが可能となる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　本発明の第１４の局面によれば、記憶部の容量を考慮して、サンプリング間隔が決定さ
れる。このため、パネルにおける輝度のばらつきが時間の経過とともに変化する場合にも
、圧縮後のデータを確実に記憶部に保存することが可能となる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　本発明の第１５の局面によれば、トランジスタのチャネル層を形成する酸化物半導体と
して酸化インジウムガリウム亜鉛を用いることにより、本発明の第１から第９までのいず
れかの局面の効果を確実に達成することができる。また、従来よりも高精細化や低消費電
力化を図ることが可能となる。
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　本発明の第１６の局面によれば、本発明の第７の局面と同様の効果を表示装置のデータ
処理方法において奏することができる。
　本発明の第１７の局面によれば、本発明の第１４の局面と同様の効果を表示装置のデー
タ処理方法において奏することができる。
                                                                                



(56) JP WO2014/112299 A1 2014.7.24

10

20

30

40

【国際調査報告】



(57) JP WO2014/112299 A1 2014.7.24

10

20

30

40



(58) JP WO2014/112299 A1 2014.7.24

10

20

30

40



(59) JP WO2014/112299 A1 2014.7.24

10

20

30

40



(60) JP WO2014/112299 A1 2014.7.24

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６３１Ｒ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１１Ｈ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６７０Ｊ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１２Ｕ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２１Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４１Ｐ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６５０Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  中川　慎司
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  古川　浩之
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  太田　純史
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  CC14  CC21  CC33  CC34  CC35  CC45  EE04  HH04 
　　　　 　　        HH05 
　　　　 　　  5C080 AA06  BB05  DD05  DD22  DD29  GG12  JJ02  JJ03  JJ04  JJ05 
　　　　 　　  5C380 AA01  AB05  AB06  BA15  BA38  BA39  BA45  BB04  BD04  BD11 
　　　　 　　        CA31  CC27  CC33  CC62  CD013 CF02  CF03  CF07  CF09  CF27 
　　　　 　　        CF41  CF48  CF51  DA49  DA50  DA55  FA03  FA22  FA24  FA28 
　　　　 　　        HA03  HA05  HA06 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 显示设备中的显示设备和数据处理方法

公开(公告)号 JPWO2014112299A1 公开(公告)日 2017-01-19

申请号 JP2014557374 申请日 2013-12-25

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普公司

[标]发明人 山中成継
中川慎司
古川浩之
太田純史

发明人 山中 成継
中川 慎司
古川 浩之
太田 純史

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50

CPC分类号 G09G3/14 G09G3/2011 G09G3/3225 G09G3/3233 G09G3/3258 G09G3/3283 G09G2300/08 
G09G2300/0842 G09G2320/0233 G09G2320/0271 G09G2320/045 G09G2320/046 G09G2320/0633 
G09G2340/02 H01L51/50

FI分类号 G09G3/30.K G09G3/20.642.P G09G3/20.632.G G09G3/20.632.B G09G3/20.631.U G09G3/20.631.R 
G09G3/20.611.H G09G3/20.670.J G09G3/20.612.U G09G3/20.621.A G09G3/20.641.P G09G3/20.650.
B H05B33/14.A

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC14 3K107/CC21 3K107/CC33 3K107/CC34 3K107/CC35 3K107
/CC45 3K107/EE04 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/DD22 
5C080/DD29 5C080/GG12 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C380/AA01 5C380
/AB05 5C380/AB06 5C380/BA15 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BA45 5C380/BB04 5C380/BD04 
5C380/BD11 5C380/CA31 5C380/CC27 5C380/CC33 5C380/CC62 5C380/CD013 5C380/CF02 5C380
/CF03 5C380/CF07 5C380/CF09 5C380/CF27 5C380/CF41 5C380/CF48 5C380/CF51 5C380/DA49 
5C380/DA50 5C380/DA55 5C380/FA03 5C380/FA22 5C380/FA24 5C380/FA28 5C380/HA03 5C380
/HA05 5C380/HA06

代理人(译) 岛田彰
川原贤治
川本悟

优先权 2013008059 2013-01-21 JP

其他公开文献 JP6012768B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

发明内容本发明的目的是与现有技术相比，可以减少在显示装置中存储补偿数据（用于补偿驱动晶体管的特性变化的数据）所需的
存储容量。 在使用氧化物TFT作为驱动晶体管的有机EL显示装置中，低通滤波器（421）从作为驱动晶体管的驱动电流数据的像素
电流数据（I）和像素电流中提取低频分量数据（IL）。 第一计算单元（422）用于通过以预定采样间隔获得数据（I）和低频分量
数据（IL）之间的差以及低频分量数据（IL）来获得高频分量数据（IH）。 提供了从高频分量中提取数据的下采样单元（426）和
从高频分量数据（IH）中仅提取高振幅数据的高频信号压缩处理单元（427）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9364f32d-cb1b-4bb2-b856-c8707568c31a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051209401/publication/JPWO2014112299A1?q=JPWO2014112299A1



